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(57) Abstract: The invention relates to a method for producing an optoelectronic component (200) in various embodiments. The
method (300) comprises: forming (302) at least one conductor structure (108) on or over a surface (114) of a substrate (102),
wherein at least one part (116) of the surface (114) of the substrate (102) is free of conductor structure (108) and the at least one
conductor structure (108) has an exposed surface (112), wherein at least the exposed surface (112) of the at least one conductor
structure (108) and the surface of the substrate (114) are designed in such a way that a Lewis adduct (110) can be formed on the
exposed surface (112) of the at least one conductor structure (108) with respect to a specified material and the surface (114) of the
substrate (102) remains substantially free of the Lewis adduct (110); applying (304) the specified material to or over the surface of
the at least one conductor structure (108) and the surface (114) of the substrate (102); and heating (306) at least the at least one
conductor structure (108) to or above a first threshold temperature, wherein the Lewis adduct (110) is formed at or above the first

thre:

shold temperature.

(57) Zusammenfassung:

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]
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In verschiedenen Ausfiihrungsbeispielen wird ein Verfahren zum Herstellen eines optoelektronischen Bauelementes (200)
bereitgestellt. Das Verfahren (300) weist auf: Ausbilden (302) wenigstens einer Leiterstruktur (108) auf oder iiber einer
Oberfldche (114) eines Substrats (102), wobei wenigstens ein Teil (116) der Oberfléche (114) des Substrates (102) frei ist von
Leiterstruktur (108) und die wenigstens eine Leiterstruktur (108) eine freiliegende Oberflache (112) aufweist, wobei wenigstens
die freiliegende Obertldche (112) der wenigstens einen Leiterstruktur (108) und die Oberfliche des Substrates (114) derart
ausgebildet sind, dass auf der freiliegenden Oberfldche (112) der wenigstens einen Leiterstruktur (108) beziiglich eines
vorgegebenen Materials ein Lewis-Addukt (110) ausbildbar ist und die Oberfldche (114) des Substrates (102) im Wesentlichen
freibleibend von dem Lewis-Addukt (110) verbleibt; Aufbringen (304) des vorgegebenen Materials auf oder iiber die Oberfldche
der wenigstens einen Leiterstruktur (108) und die Oberfldche (114) des Substrates (102); und Erwéarmen (306) wenigstens der
wenigstens einen Leiterstruktur (108) auf oder iiber eine erste Schwellenwerttemperatur, wobei sich ab der ersten
Schwellenwerttemperatur das Lewis-Addukt (110) bildet.
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Beschreibung

Verfahren Zum Herstellen eines opteelektronischen
Bauelementes und optoelektronisches Bauelement

In wverschiedenen Ausfihrungsformen werden Verfahren zum
Herstellen eines optoelektronischen Bauelementes und ein
optoelektronisches Bauelement bereitgestellt.

Eine herkdmmliche optoelektronische Baugruppe weist einen
optisch aktiven Bereich mit einer ersten Elektrode, einer
organisch funktionellen Schichtenstruktur und einer zweiten
Elektrode auf.

Fir verschiedene Anwendungen wird eine der Elektroden
trangparent ausgebildet. Die transparente Elektrode wird
tblicherweise aus einem transparenten leitfdhigen Oxid
(transparent conductive oxide - TCO) gebildet und weist
Jjedoch eine geringe Fladchenleitfahigkeit bzw.
Querleitfahigkeit auf.

Zur Erhéhung bzw. Homogenisierung der Stromverteilung in
der transparenten Elektrode werden mehrere elektrische
Sammelschienen (busbars) auf der transparenten Elektrode
ausgebildet und mit dieser elektrisch gekoppelt. Die
elektrischen Sammelschienen werden tblicherweise aus einem
Metall gebildet.

Die elektrische Sammelschienen werden Ublicherweise
zwischen auf der transparenten Elektrode und zwischen der
ersten Elektrode und der zweiten Elektrode ausgebildet. Um
eine unmittelbare Bestromung der organisch funktionellen
Schichtenstruktur durch die elektrischen Sammelschienen zu
verhindern, werden die elektrischen Sammelschienen mittels
einer dielektrischen Schicht ©bezlglich der organisch
funktionellen Schichtenstruktur elektrisch isoliert,

Ublicherweise werden die elektrischen Sammelschienen dazu

mit einem Harz Ulberzogen. Alternative Ideen beschaftigen
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sich mit der Bildung einer dinnen Oxidationsschicht auf
den elektrischen Sammelschienen.

Im Kontakt- bzw. Anschlussbereich der optoelektronischen
Baugruppe werden die erste Elektrode und die zweite
Elektrode elektrisch mittels Metallisierungsschichten, auch
bezeichnet als Metallisierung, extern kontaktierbar
ausgebildet. Die Elektroden werden dazu mittels eines
Resist elektrisch voneinander isoliert und im Kontakt mit

der Metallisierung ausgebildet.

Ein Problem mit dem Resist ist der Pixelschrumpf. Unter
Pixelschrumpf bzw. Pixelschrinkage wird die Degradation
der Leuchtflédche ausgehend wvom Resistmaterial an den
Randern der Leuchtfléche verstanden. Dieses Phanomen ist
mechanistisch nicht abschlieftend geklart. Diskutiert als
Ursache wird beispielsweise ein Ausgasen von
Losemittelbestandteilen oder die Zersetzung der Organik
durch Ricksténde aus dem Herstellungsprozess des
Resists. Der Resist besteht beispielsweise aus Derivaten
von Polyimid.

Die Metallisierung wird meist mittels eines Kathoden-
Zerstdubungsverfahrens (Sputtern) im Vakuum hergestellt.
Der Resist besteht aus einem negativen Fotolack. Beil
diesem werden belichtete Bereiche unldslich,
unbelichtete Bereiche werden abgesgpllt. Dieses Verfahren
ist durch den fotolithografischen Vernetzungsschritt
aufwdndig und teuer.

Aus Kostengrinden sollen die Metallisierungsschichten und
aurh die PBusbars nasschemisgch, d.h. aus einer Losung,
hergestellt werden und mdglichst Lithografie-frei
strukturiert werden.

In verschiedenen Ausflihrungsformen werden Verfahren zum
Herstellen eines optoelektronischen Bauelements und ein

optoelektronisches Bauelement bereitgestellt, mit denen es
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mbglich ist, Metallisierungen, Busbars und Regists

Lithografie-freie aus einer Ldsung herzustellen.

In verschiedenen Ausfihrungsformen wird ein Verfahren zum
Herstellen eines optoelektronischen Bauelementes
bereitgestellt. Das Verfahren  weist ein  Ausbilden
wenigstens einer Leiterstruktur auf oder Uber einer
Oberfliche eines Substrats auf. Wenigstens ein Teil der
Cbhberfliche des Substrates ist frei von der wenigstens einen
Leiterstruktur und die wenigstens eine Leiterstruktur weist
eine freiliegende Oberflache auf. Wenigstens die
freiliegende Oberfliche der wenigstens einen Lelterstruktur
und die Oberfliche des Substrates sind derart ausgebildet,
dass auf der freiliegenden Oberfliche der wenigstens einen
Leiterstruktur bezlglich eines vorgegebenen Materials ein
Lewis-Addukt ausbildbar ist und die Oberflache des
Substrates im Wesentlichen freibleibend von dem Lewis-
Addukt verbleibt. Das Verfahren weist weiterhin ein
pufbringen des vorgegebenen Materials auf oder Uber die
freiliegende Oberflache der wenigstens einen Leiterstruktur
und die Oberfliche des Substrates auf. Weiterhin weist das
Verfahren ein Erwdrmen wenigstens der wenigstens einen
Leiterstruktur auf oder iiber eine erste
Schwellenwerttemperatur auf, wobei sich ab der ersten
Schwellenwerttemperatur das Lewils-Addukt bildet.

Unter einem Addukt wird ein zusammengesetztes Molekil
verstanden, das in einer Reaktion ohne Nebenprodukte wie
Wasser oder Alkohol gebildet wird. Eine Lewis-Addukt ist
ein Addukt zwischen einer Lewis-S8ure und einer Lewls-Base,
d.h. kovalentgebundene Moleklile aus einem Elektronendonator
und elnem Elektronenakzeptor. Die Oberflache der
Leiterstruktur kann beigpielsweise Lewis-sauer
funktionalisiert sein und das vorgegebene Material eine
Lewis-Base sein.

Dags Verfahren beruht beispielsweise auf dem sogenannten
.surface induced cross-linking” von Oxetan-

funktionalisierten Materialien. Hierbei wird die Vernetzung
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der Oxetan-Gruppen ausgehend von einer (Lewis)-sauren
Cberflache thermisch gestartet. Bei diesem Verfahren kann
die Schichtdicke durch die Dauer der thermischen
Aktivierung exakt gesteuert werden. Es kdnnen so Schichten
mit sehr geringer Schichtdickenabweichung ausgebildet
werden. Unebenheiten werden Uberformt. Das Verfahren elgnet
sich insbesondere flir metallische Schichten, beisgpielsweise
fir Metallisierungen oder Busbars, die nasschemisch, d.h.
aus Losung, hergestellt wurden, z.B. Silber- oder Kupfer-

Nanodradhte. Die Strukturierung der Metallisierung bzw. der

Bushars, d.h. dag Ausbilden dexr wenligstens einen
Leiterstruktur, kann beispielsweise mittels eines
Siebdruckverfahrens {screen printing) erfolgen, was

insbegondere zum Ausbilden wvon Busbars bevorzugt ist.
Alternativ kann die Leiterstruktur belspielsweise mittels
einer strukturierten Dlsenbeschichtung (slot die coating)
exrfolgen, was insbesondere zZum Zushbilden der
Metallisierungen bevorzugt ist. Ein weiterer Vorteil des
Verfahrens 1st es somit, dass die Begchichtung und
Strukturierung der Metallisierung, der Busbargs und derx
dielektrigchen Isolierung nasschemisch {aus einer Lésung)
und Lithografie-frei erfolgen kann.

Die Oberflache des Substrates, die im Wesentlichen
freibleibend wvon dem Lewisg-Addukt verbleibt, ist im
Wegentlichen der Teil der UOberfliche des Substrateg, der
frei igt von Leiterstruktur, d.h. auf dem die
Leiterstruktur nicht ausgebildet ist. Mittels des
Funktionalisierens bzw. der Funktionalitat der wenigstens
einen Leiterstruktur wird ein Kontrast Dbezlglich der
chemigchen Reaktivitét der freiliegende Oberflache der
wenigstens einen Leiterstruktur zZu der chemischen
Reaktivitdt der Qberflache des Substrates ausgebildet. Dies
erméglicht im Folgenden ein selektives Ausbilden einer
Schicht aus dem Lewis-Addukt auf der freiliegenden
Oberfldche der wenigstens einen Leiterstruktur, d.h. im
kdrperlichen Kontakt mit der wenigstens einen
Leiterstruktur.



10

15

20

25

30

35

WO 2017/080795 PCT/EP2016/075411

Die Funktionalitat des vorgegebenen  Materials kann
beigpielsweise mittels einer funktionalen Gruppe

eingestellt werden.

Mittels des Verfahrens wird eine gselbstorganisierte,
elektrische Isolierung wvon Busbars und/cder Metallisierung
ermdglicht, beispielsweise wenn diese 3zuvor aus einem
Lewls-sauren Lbsemittel prozessiert wurden.

Weiterhin weist die mwmittels des Lewis-Addukts auf der
Oberfléiche der wenigstens einen Leiterstruktur gebildete
Schicht eine deutlich hdhere Glaslibergangstemperatur auf
als die herkédmmlich verwendeten unvernetzten S8Schichten.
Dies bewirkt eine hohe thermische Stabilitdt dieser
Schicht.

In verschiedenen Ausfihrungsformen wird ein Verfahren zum
Herstellen eines optoelektronischen Bauelementes
bereitgegtellt. Das Verfahren weist ein usbilden
wenigstens einer Leiterstruktur auf oder Uber einer
Oberfléche eines Substrats auf, wobel wenigstens ein Teil
der Oberflidche des Substrates frei ist von Leiterstruktur
und die wenigstens eine Leiterstruktur eine freiliegende
Oberfléche aufweist. Wenigstens die freiliegende Obexrflache
der wenigstens einen Leiterstruktur ist derart ausgebildet,
dass auf der freiliegenden Oberfliche der wenigstens einen
Leiterstruktur bezliglich eines vorgegebenen Materials ein
Lewig-Addukt ausbildbar ist. Das Verfahren weist weiterhin
ein Aufbringen des vorgegebenen Materials auf oder lber die
Oberfliche der wenigstens einen Leiterstruktur und die
Oberflache des  Substrates auf. Das Verfahren weist
weiterhin ein Erwdrmen der wenigstens einen Leiterstruktur
auf oder Uber eine erste Schwellenwerttemperatur auf
derart, dass die Oberfliche der wenigstens einen
Leiterstruktur eine Temperatur grdfier oder gleich der
ersten Schwellenwerttemperatur aufweist und die OCberfléche
desg Substrats eine Temperatur kleiner der ersten
Schwellenwerttemperatur aufweist, wobei sich ab der ersten
Schwellenwerttemperatur das Lewis-Addukt bildet.
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Die Oberflache des Substrats und die Oberflache der
wenigstens einen Leiterstruktur kénnen somit eine im
Wesentlichen gleiche Funktionalisierung Dbezlglich des
vorgegebenen Materials aufweisen. Jedoch wird die
Leiterstruktur selektiv erwadrmt, so dass das vorgegeben
Material mit der wenigstens einen Leiterstruktur das Lewis-
Addukt ausbildet. Auf diese Weise ist die Oberfldche des

Substrats im Wesentlichen freibleibend von Lewlis-Addukt.

In verschiedenen ausfithrungsbeispielen weist die
Leiterstruktur eine Vielzahl von Nanodrdhten auf oder ist
daraus gebildet. Die Leiterstruktur kann eine Lewis-Saure

aufweisen.

In verschiedenen Ausfihrungsbeispielen wird die
freiliegende COberfliche der wenigstens einen Lelterstruktur
funktionalisiert, goc  dass das  Lewis-addukt auf der
freiliegende Oberfliache der wenigstens einen Leiterstruktur
ausbildbar wird. Beim Funktionalisieren wird ein Protonen-
Donator oder ein Elektronen-Donator auf der freiliegende

Oberfléche der wenigstens einen Leiterstruktur gebildet.

In verschiedenen Augfihrungsbeispielen wird die
freiliegende Oberfléiche der wenigstens einen Leiterstruktur
mittels einer gselbstorganisierenden Monoschicht
funkticnalisiert, wobel die selbstorganisierends
Monoschicht Lewis-saure Kopfgruppen oder Lewis-basische
Kopfgruppen aufweist.

In verschiedenen Ausfihrungsbeispielen weist das Substrat
eine elektrigch leitende Schicht auf einem Trager auf, und
die wenigstens eine Leiterstruktur wird elektrisch leitend
und mit der elektrisch leitenden Schicht elektrisch leitend
verbunden ausgebildet. Weiterhin wird wenigstens in einem
Rereich auf oder {ber dem Substrat, der wenigstens einen
Leiterstruktur und dem  Lewis-Addukt eine organisch
funktionelle Schichtenstruktur und auf oder f{lber der

organisch funktionellen Schichtenstruktur eine weitere
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elektrisch leitende Schicht ausgebildet. Beispielsweise
jeweils in unmittelbaren physischen bzw. koérperlichen
Kontakt.

In verschiedenen Ausfihrungsbeispielen wird das vorgegebene
Material nasschemisch aufgebracht, beispielsweise in einem
Losungsmittel geldst wenigstens auf die Oberflachen der
wenigstens einen Leiterstruktur und des Substrates
aufgebracht.

In verschiedenen ausfihrungsbeispielen weist das
vorgegebene Material eine Oxetan-Gruppe auf, beispielsweise

in Form eines Oxetan-funktionalisierten Polymers.

Die Oxetan-Gruppe ermbglicht eine Vernetzung des
vorgegebenean Materials, das heifit des Oxetan-
funktionalisgierten Materials, im Wegentlichen chne

Volumenschrumpf, beispielsweise im Gegensatz zu ca. 10 %
Volumenschrumpf bei Epoxiden. Dadurch wird beispielsweise
eine verspannungsfreie Schicht ausgebildet. Diese Schicht
kann im Wesentlichen frei sein wvon Mikrorissen. Diese
Mikrorisse kdénnten zu Kurzschllssen und somit zum Ausfall

des optoelektronischen Bauelementes flhren.

Die Auflésung der ausgebildeten Schicht ist sehr hoch, da
die Leiterstruktur, beispielsweise exakt, um den Betrag der
Schichtdicke der mittels des Lewis-Addukts gebildeten,

vernetzten Schicht Uberformt wird.

Zudem ist die Oxetan-Gruppe in der Synthese relativ leicht
zuganglich, was eine Vielzahl VoIl dielektrischen
Materialien ermdglicht.

In verschiedenen Ausfihrungsbeispielen weist das Ausbilden
des Lewig-Addukts oberhalb der ersten
Schwellenwerttemperatuy eine Vernetzungsreaktion auf,

beispielsweise eine lebende Polymerisation.
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In verschiedenen Ausfihrungsbeispielen wird die Temperatur
mittels eines elektrischen Stromes durch die Leiterstruktur

auf mindestens die erste Schwellenwerttemperatur erhdht.

In verschiedenen Ausfihrungsbeispielen sind wenigstens eine
erste Leiterstruktur und eine gwelte Leiterstruktur auf dem
Substrat ausgebildet. Die Temperatur der ersten
Leiterstruktur und die Temperatur dexr zweiten
Leiterstruktur werden im Wesentlichen gleich erhdht.
Belgpielsweise auf einen wungefahr gleichen Wert von

wenigstens der ersten Schwellenwerttemperatur.

In verschiedenen Ausfihrungsbeispielen sind wenigstens eine
erste Leiterstruktur und eine zweite Leiterstruktur auf dem
Substrat ausgebildet. Die Temperatur der ersten
Leiterstruktur wird auf eine Temperatur grdfer als die
erste oder gleich der ersten Schwellenwerttemperatur erhdht
und die Temperatur der zweiten Leiterstruktur verbleibt im
Wegsentlichen unverdndert und/oder unterhalb der ersten
Schwellenwerttemperatur.

In verschiedenen AusfUhrungsbeispielen welist das Verfahren
ferner ein Entfernen des vorgegebenen Materials nach dem
Ausbilden des Lewis-Addukts wvon der Oberflache des
Substrats und wvon dem Lewis-Addukt auf der freiliegende
Oberfliche der wenigstens einen Leiterstruktur auf. Mit
anderen Worten: Nach dem Ausbilden des Lewis-Addukts auf
der Oberflache wenigstens einer Leiterstruktur wird das
nicht reagierte bzw. nicht mehr reagierende vorgegebene
Material von der Oberfliche des Substrates und dem Lewis-
Addukt, das eine Schicht auf der wenigstens einen
Leiterstruktur bildet, entfernt. Nicht reagiertes Dbzw.
nicht wmehr reagierendes, vorgegebenes Material  kann
beispielsweise deshalb nicht mehr reagieren, da die
Temperatur der wenigstens einen Leiterstruktur auf einen
Wert unterhalb der ersten Schwellenwerttemperatur,
beispielsweise auf einen Wert unterhalb der zweiten

Schwellenwerttemperatur reduziert wurde. Dadurch wird die
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chemische Reaktion des vorgegebenen Materials mit der
chemisch aktiven freiliegenden Oberfliche der wenigstens
einen Leiterstruktur bzw. der chemisch aktiven Oberflache
des chemisch aktiven Lewis-Addukts, das bereits auf der
freiliegende Oberfliche der wenigstens einen Leiterstruktur

ausgebildet wurde, gestoppt.

Mit anderen Worten: Die reaktive CGruppe an der Cberflache
ist {ber kovalente Bindungen mit der bereits vernetzen
Schicht wverbunden. Die chemische Reaktion kann gestoppt
werden, indem nicht reagiertes Material, das sich noch in
Lésung befindet, entfernt, beispielsweise abgespllt, wird.
Nach diesem Schritt verbleiben die reaktiven Gruppen
kovalent gebunden an der Oberfldche. Die Oberfldche kann
anschlieRfend mit einer Base behandelt werden, so dass die
Endgruppen abreagieren. Alternativ kann eine weitere
Schicht aufgebracht werden, die ebenfalls mittels lebender
Polymerisation weitervernetzt wird. Dieser Prozess kann

wiederholt oder wie oben beschrieben gestoppt werden.

Durch das Auftragen einer ersten nicht-aktiven Schicht,
beispielsweise ausg Ldsung oder mittels Vakuumverdampfung,
wird die reaktive Oberfldche eingesiegelt, wodurch zudem
die Reaktion ist gestoppt wird.

Ein weiterer Vorteil des Verfahrens ist es somit, dass die
Schichtdicke der Isolierung einer Leiterstruktur sehr exakt
{iber die Dauer der thermischen Behandlung, das heifft die
zugeflihrte Warme, die der wenigstens einen Leiterstruktur
zum Ausbilden des Lewis-Addukts zugefihrt wird, gesteuert
werden kann. Bei Erniedrigung der Temperatur unter die
erste Schwellenwerttemperatur bzw. unter eine zweite
Schwellenwerttemperatur stoppt die Vernetzung. Unvernetzte
Bereiche und fliberschiissiges vorgegebenes Material kdnnen
mittels eines Spllprozesses entfernt werden

In verschiedenen Ausflihrungsbeispielen bildet das
Lewils-Addukt eine dielektrische Schicht auf der
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10
freiliegenden Oberflache der wenigstens einen
Leiterstruktur aus, beispielsweise eine organische,

dielektrische Schicht.

Die Verxrnetzung des vorgegebenen Materials aus der Ldsung
mit der Oberfldche der wenigstens einen Leiterstruktur
erfolgt ausgehend von allen Oberfldchen und setzt sich
gleichm&Rig fort. Ein weiterer Vorteil des Verfahrens ist
somit, eine exakte Uberformung aller
aktivierten/funktionalisierten Bereiche der Cherflichen.

Es kénne mittels dieses Verfahrens exakte Schichtstrukturen
erreicht werden mit sehr geringer Dickenabweichung der
Einzelschichten und wit einer klaren Trennung bzw.

Abgrenzung der Materialien der beiden Schichten.

In verschiedenen Ausflhrungsbeispielen weist das Verfahren
ferner ein Ausbilden eines weliteren Lewis-Addukts auf dem
Lewig-hddukt auf der freiliegenden Cherfliche der

wenigstens einen Leiterstruktur auf.

Bei der Vernetzungsreaktion, d.h. beim Ausbilden des Lewis-
Addukts, kann es sich um eine sogenannte lebende
Polymerisation handeln. D.h.: ohne eine Deaktivierung
verbleiben reaktive Enden an der Oberflache der Schicht des
ausgebildeten bzw. abgeschiedenen Lewis-Addukts, die die
Vernetzung einer weiteren Schicht initiieren kémnen. Auf
diese Art kann z.B. die thermische Stabilitdt dex
Resistschicht optimiert werden. Ein weiterer Vorteil des
Verfahrens ist esg gomit, dass mehrlagige bzw.
mehrschichtige dielektrische  Schichten, beigpielsweilse

Regist-Strukturen, realisierbar werden.

In verschiedenen Ausfihrungsformen wird ein
optoelektronisches Bauelement bereitgestellt. Das
optoelektronische Bauelement weist eine elektrisch leitende
Schicht auf einem Triager auf, wenigstens eine

Leiterstruktur auf der elektrisch leitenden Schicht, wobel
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wenigstens ein Teill der Oberfliche der elektrisch leitenden
Schicht frei ist von Leiterstruktur und die wenigstens eine
Leiterstruktur eine freiliegende Oberfliche aufweist, und
eine dielektrische Schicht auf der freiliegende Oberflache
der wenigstens einen Leiterstruktur, wobei die Oberfliche
der elektrisch leitenden Schicht im Wesentlichen frei ist
von der dielektrischen Schicht, und wobei die dielektrische
Schicht aus einem Lewis-Addukt gebildet ist.

Ausfthrungsbeispiele der Erfindung sind in den Figuren

dargestellt und werden im Folgenden naher erlautert.
Es zeigen

Figur 1 eine schematische Querschnittsansicht eines
Teils eines optoelektronischen Bauelementes

gemaf verschiedenen Ausflhrungsbeispielen;

Figur 2 eine sgchematische Querschnittsansicht eines
optoelektronischen Bauelementes gemals

verschiedenen Ausfithrungsbeispielen;

Figur 3 ein Diagramm, das ein Verfahren gemaf
verschiedenen Ausfihrungsbeispielen zum
Herstellen eines optoelektronischen

Rauelementes veranschaulicht;

Figuren 4A-C gchematisch Reaktionsschemata flr eine
oberflacheninduzierte Vernetzung zZum
Ausbilden eines Lewis-Addukts gemaf’

verschiedenen Ausfithrungsbeispielen;

Figuren SA-E schematische Darstellungen eines
optoelektronischen Bauelementes gemals
verschiedenen Ausfihrungsbeispielen wahrend
der Herstellung;
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Figuren 6A-D  schematische Darstellungen eines
optoelektronischen Bauelementes gemals
verschiedenen Ausfihrungsbeispielen wahrend

der Herstellung; und

Figur 7 eine schematische Querschnittsansicht eines
optoelektronischen Bauelementes gemafd

verschiedenen Ausflihrungsbeispielen.

In der folgenden ausflhrlichen Beschreibung wird auf die
beigefligten Zeichnungen Bezug genommen, die Teil dieser
bilden und in denen 2zur Veranschaulichung spezifische

ausfiihrungsformen gezeigt sind, in denen die Erfindung

ausgelibt werden kann. In dieser Hinsicht wird
Richtungsterminologie wie etwa ,oben", ,unten®, ,vorne",
LhintenY, ,vorderes™, ,Lhinteres"™, usw. mit Bezug auf die

Orientierung der beschriebenen Figur(en) verwendet. Da
Komponenten von ausfihrungsformen in einer Anzahl
verschiedener Orientierungen positioniert werden kénnen,
dient die Richtungsterminologie =zur Veranschaulichung und
ist auf keinerleili Weise einschrdnkend. Es versteht sich,
dass andere Ausflhrungsformen benutzt und strukturelle oder
logische Anderungen vorgenommen werden kdnnen, ohne von dem
Schutzumfang der vorliegenden Erfindung abzuweichen. Es
versteht sich, dass die Merkmale der hierin beschriebenen
verschiedenen beispielhaften Ausfihrungsformen miteinander
kombiniert werden k&énnen, sofern nicht spezifisch anders
angegeben. Die folgende ausfiihrliche Beschreibung ist
deshalb nicht in einschrinkendem Sinne aufzufassen, und dex
Schutzumfang der vorliegenden Erfindung wird durch die
angefligten Ansprliche definiert.

Im Rahmen dieser  Beschreibung werden die Begriffe
"verbunden", T"angeschlogsen" gsowie "gekoppelt" verwendet
zum Beschreiben sowohl einer direkten als auch einer
indirekten Verbindung, eines direkten oder indirekten
Anschlusses sowie einer direkten oder indirekten Kopplung,

In den Figuren werden identische oder dhnliche Elemente mit
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identischen Bezugszeichen versehen, soweit dies zweckmafig

ist.

Ein optoelektronisches Bauelement, welches zweil flachige,
optisch aktive Seiten aufweist, kann in der
Verbindungsrichtung der optisch aktiven Seiten
beispielsweise transparent oder transluzent ausgebildet
sein, beigpielsweise als eine transparente oder
transluzente organisch Leuchtdiode. Ein flachiges
optoelektronisches Bauelement kann auch als ein planes

optoelektronisches Bauelement bezeichnet werden.

Der optisch aktive Bereich kann jedoch auch eine fléchige,
optisch aktive Seite und eine flachige, optisch inaktive
Seite aufweisen, beispielsweise eine organisch Leuchtdiode,
die als ein sogenannter Top-Emitter oder Bottom-Emitter
eingerichtet ist. Die optisch inaktive Seite kann in
verschiedenen Ausfihrungsbeispielen transparent odexr
transluzent sein, oder mit einer Spiegelstruktur und/oder
einem opaken Stoff oder Stoffgemisch versehen sein,
beispielsweise zur Warmeverteilung. Der Strahlengang des
optoelektronischen Bauelementesg kann beigpielsweise
einseitig gerichtet sein.

Die erste Elektrode, die zweite Elektrode und die organisch
funktionelle Schichtenstruktur kénnen jeweils groRflachig
ausgebildet sein. Dadurch kann das optoelektronische
Bauelement eine zusammenhidngende Leuchtflidche aufweisen,
die nicht in funktionale Teilbereiche sgtrukturiert ist,
beispielsweise eine in funktionale Bereiche segmentierte
Leuchtflache oder um eine Leuchtfldche, die wvon einer
Vielzahl von Bildpunkten (Pixeln) gebildet wird. Dadurch
kann eine groRfléchige Abstrahlung von elektromagnetischer
Strahlung aus dem optoelektronischen Bauelement ermdglicht
werden. ,GroBkflichig™ kann dabei bedeuten, dass die optisch
aktive Seite eine ¥lache, beispielsweise eine
zusammenhdngende Flache, beisgpielsweise von grdRer oder

gleich einigen Quadratmillimetern, beispielsweise groBer
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oder gleich einem Quadratzentimeter, beispielsweise groler
oder gleich einem Quadratdezimeter aufweist. Beispielsweisge
kann das optoelektronische Bauelement nur eine einzige
zusammenhdngende Leuchtflache aufweisen, die durch die
grofffldchige und zusammenhdngende Ausbildung der Elektroden
und der organisch funktionellen Schichtenstruktur bewirkt
wird.

FIG.1 =zeigt in einer schematischen Querschnittsansicht
einen Bereich 100 eines optoelektronischen Bauelementes,

das unten noch ausfihrlicher beschrieben wird.

In verschiedenen Ausfihrungsbeispielen ist auf einem
Substrat 102 wenigstens eine Leiterstruktur 108
ausgebildet. In FIG.1 sind drei Leiterstrukturen 108 bzw.
eine Leiterstruktur 108 veranschaulicht, die drei

Leiterstrukturen aufweist.

Die Leiterstruktur 108 ist strukturiert ausgebildet auf der
Oberfliche 114 des Substrats 102, so dass ein Tell bzw. ein
Bereich 116 der Oberfldche 114 des Substrats 102 im
Wesentlichen frei ist von Leiterstruktur. Die
Leiterstruktur 108 weisgt eine freiliegende Oberfliche 112
auf, auf der eine dielektrische Schicht 110 ausgebildet
ist. Die dielektrische Schicht 110 weist ein Lewis-Addukt
110 auf oder ist daraus gebildet. Die Oberfldche 114 des
Substrats 102 ist im Wegentlichen frei pigwis] der
dielektrischen Schicht 110 bzw. dem Lewis-Addukt 110.

Das Substrat 102 kann beispielsweise eine elektrisch
leitende Schicht 106 auf einem Trager 104 aufweisen. Die
Leiterstruktur 108 ist beispielsweise elektrisch leitend
ausgebildet. Die Leiterstruktur 108 ist beispielsweise auf
der elektrisch leitenden Schicht 106, das heifit auf der
Oberfliche 114 der elektrisch leitenden Schicht 106
ausgebildet und mit dieser elektrisch leitend verbunden.
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Die elektrisch leitende Schicht 106 mit der wenigstens
einen Leiterstruktur 108 kann in verschiedenen
pusfihrungsbeispielen eine Elektrodenstruktur 118 des
optoelektronischen Bauelementes sein. Alternativ kann die
Leiterstruktur 108 mit dem Substrat 102 eine
Elektrodenstruktur 120 des optoelektronischen Bauelementes
ausbilden, beispielswelse flr den Fall, dass der Trager 104
elektrisch leitend ausgebildet ist. Die dielektrische
Schicht 110 kann optional Bestandteil der
Elektrodenstruktur 118, 120 sein.

Mittels der Leiterstruktur 108 kann die elektrische
Querleitfdhigkeit der elektrisch leitenden Schicht 106
erhdht werden, d.h. die laterale Stromverteilung in der
elektrisch  leitenden  Schicht 106 kann mittels derx
wenigstens einen Leiterstruktur 108 verbesgsert werden,
beispielsweige flir den Fall, dass die elektrisch leitende
Schicht aus einem transparenten leitfdhigen Material,
beispielsweise ITO, gebildet ist.

Mit anderen Worten: In verschiedenen Ausfiihrungsbeispielen
wird die elektrisch leitende Schicht 106 beispielsweise aus
einem transparenten, leitenden Material gebildet. Die
Leiterstruktur 108 wird mit einer hdheren elektrischen
Leitfahigkeit ausgebildet als die elektrisch leitende
Schicht 106. Die elektrisch leitende Schicht 106 liegt an
der Oberfldche des Trigers 104 wenigstens teilweise freil
und die wenigstens eine Leiterstruktur 108 ist auf dex
elektrisch leitenden Schicht 106 ausgebildet. Die
Leiterstruktur 108 wird beispielsweise als ein sogenannter
Busbar auf dem Substrat 102 bzw. flr das Substrat 102
ausgebildet, beispielsweise Dbezliglich der  elektrisch
leitenden Schicht 106 auf dem Trager 104.

Die Leiterstruktur 108 wird beispielsweise mittels eines

Maskenprozesses oder Siebdrucks strukturiert ausgebildet.
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In verschiedenen Ausfihrungsbeispielen werden mehrere
Leiterstrukturen 108 auf dem Substrat 102 ausgebildet, d.h.
wenigstens eine erste Leiterstruktur wund eine zweite
Leiterstruktur. Eine Leiterstruktur bzw. die mehreren
Leiterstrukturen wird/kénnen in Form von einer oder
mehrerer elektrisch leitender  Leitungen, eines oder
mehrerer elektrisch leitenden/er Kontaktpunktes/en und/oder
Kontaktlochs bzw. Kontaktléchern auf oder Uber dem Substrat
102 ausgebildet werden. Mehrere Leitungen, Kontaktpunkte
bzw. Kontaktldcher koénnen lateral voneinander beabstandet
auf dem Substrat 102 angeordnet sein. Mehrere Leltungen,
Kontaktpunkte bew. Kontaktlbcher kbénnen elektrisch
miteinander  verbunden sein, beispielsweise mittelbar
mittels einer elektrisch leitenden Schicht 106 des
Substratg,vauf der sie ausgebildet sind, oder mittels einer

Kontaktleitung, mit der sie verbunden sind.

In verschiedenen Ausfihrungsbeispielen des Verfahrens weist
die Leiterstruktur 108 eine Vielzahl von Nanodrdhten auf
oder ist daraus gebildet.

Bei Verwendung von Silber-Nanodrdhten als Leiterstruktur
108 kann die Herstellung dexr wenigstens einen
Leiterstruktur 108 aus einem Lewis-sauren Lésungsmittel
erfolgen. Dadurch verbleibt die Funktionalisierung der
Oberfléche 112 der wenigstens einen Leiterstruktur 108
intrinsisch nach dem Trocknen der wenigstens einen
Leiterstruktur 108.

In verschiedenen Ausfiihrungsbeispielen des Verfahrens ist
das Lewis-Addukt 110 elektrisch nicht-leitend.

In verschiedenen Ausfiihrungsbeispielen des Verfahrens wird
das Lewis-Addukt 110 als eine dielektrische Schicht auf der
freiliegenden ODberfliche 112 der wenigstens einen
Leiterstruktur 108 ausgebildet, beispielsweise als eine
organische, dielektrisgche Schicht. In verschiedensan

ausflihrungsbeispielen des Verfahrens bedeckt die
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dielektrische Schicht im Wesentlichen die gesamte
freiliegende Oberflache 11z der wenigstens einen
Leiterstruktur  108. Die gesamte Oberflache ist die
Oberfléche, die andernfalls freiliegen wirde bzw. mit der
organisch funktionellen Schichtenstruktur in einem
kdrperlichen und elektrischen Kontakt stehen wirde. Mit
anderen Worten: Die dielektrische Schicht wird derart
ausgebildet, dass die Leiterstruktur 108 mittels der
dielektrischen Schicht bezliglich der organisch
funktionellen Schichtenstruktur elektrisch iscoliert ist.
Die dielektrische Schicht Uberformt die Leiterstruktur 108
dazu.

In verschiedenen Ausflihrungsbeispielen des Verfahrens wird
die dielektrische Schicht mit einer Dicke in einem Bereich
von ungefdhr 5 nm bis ungefdhr 100 nm ausgebildet,
beispielsweise in einem Bereich wvon ungefdhr 10 nm bis
ungefadhr 60 nm, beispielsweise in einem Bereich wvon
ungefdhr 15 nm bis ungefdhr 50 nm.

FIG.2 zeigt eine schematische Querschnittsansicht eines
optoelektronischen Bauelementes 200. Auf oder Uber dem
Substrat 102, beispielsweise Uber der elektrisch leitenden
Schicht 106, der wenigstens einen Leiterstruktur 108 und
der dielektrischen Schicht 110 kann in verschiedenen
ausfihrungsbeispielen eine organisch funktionelle
Schichtenstruktur 202 ausgebildet sein, und auf oder ber
der organischen funktionellen Schichtenstruktur 202 kann
eine weitere elektrisch leitende Schicht 204 ausgebildet
sein. Mit anderen Worten: die elektrisch leitende Schicht
106 kann eine erste Elektrode und die weltere elektrisch
leitende Schicht 204 eine zweilite Elektrode bilden, zwischen
denen die organisch funktionelle Schichtenstruktur 202, die
Leiterstruktur 108 und die dielektrische Schicht 110
angeordnet sind.

Die dielektrische 8chicht 110 isoliert die Leiterstruktur

108 elektrisch bezlglich der organisch funktionellen
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Schichtenstruktur 202, so dass ein Ladungstragertransport,
d.h. ein Stromfluss, von der elektrisch leitenden Schicht
106 durch die organisch funktionelle Schichtenstruktur 202
zu der weiteren elektrisch leitenden Schicht 204 erfolgt
und nicht von der wenigstens einen Leiterstruktur 108 durch
die organisch funktionelle Schichtenstruktur 202 zu der
weiteren elektrisch leitenden Schicht 204.

FIG.3 veranschaulicht ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens
300 zum Herstellen eines optoelektronischen Bauelementes,
das im Wegsentlichen einem  der oben dargestellten

Augfihrungsbeispiele entsprechen kann.

In verschiedenen Ausfihrungsbeispielen weilst das Verfahren
300 ein Ausbilden 302 wenigstens einer Leilterstruktur auf
oder Uber einer Oberflidche eines Substrats auf.

Weiterhin weist das Verfahren ein 2aAufbringen 304 eines
vorgegebenen Materials auf oder Uber die Oberflache der
wenigstens einen Leiterstruktur wund die Oberflache des
Substrates auf.

Weiterhin weist das Verfahren ein ErwArmen 306 wenigstens
der wenigstens einen Leiterstruktur auf oder f{lber eine

erste Schwellenwerttemperatur auf.

FIG.4A-C =zeigen schematisch Reaktionsschemata flir eine

oberflacheninduzierte Vernetzung zum Ausbilden eines Lewis-
Addukts.

In verschiedenen Ausfithrungsbeispielen des Verfahrens weist
das vorgegebene Material auf oder ist das vorgegebene
Material eine organische Verbindung mit einem
heterccyclischen Vier-Ring, beispielsweise eine organische
Verbindung mit einer Oxetan-Gruppe bzw. einer 1,3~
Propylenoxid-Gruppe (Formel I):
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FPormel I:

R
R""’Ll
—

wobei R und R~ unabhi&ngig voneinander ausgewadhlt sind aus
der Gruppe: Wasserstoff, lineares oder verzweigtes Ci-zo
21kyl, Cz.az Alkenyl, Cse Alkinyl, Ci:.e Zykloalkyl oder
Zvkloalkenyl, Cs.is Aryl, 5-l4-gliedriges Heterocaryl, wobeil
das 1 bis 4 Ringatom unabhéngig voneinander sein kann:
Stickstoff, Sauverstoff, Schwefel; 5-1l4-gliedriges
Heteroalizyklyl, wobei das 1 bis 4 Ringatom unabhingig
voneinander sein kann: Stickstoff, Sauerstoff, Schwefel,

Alkylaryl, Arylalkyl, alkylheteroaryl und Heteroarylalkyl.

In verschiedenen  Ausfihrungsbeispielen ist R7 eine
Methylgruppe. Mit anderen Worten: eine Gruppe, hier R,
weist eine weniger komplexe und sterisch anspruchsvolle
Struktur, beispielsweise eine weniger lange und/oder
verzweigt Struktur auf. Dadurch kénnen beispielsweise die
Zugdnglichkeit und die Beweglichkeit der Oxetan-Gruppe fur
die Reaktion optimiert werden.

In verschiedenen Ausfihrungsbeispielen des Verfahrens ist
das vorgegebene Material ein Oxetan-funktionalisiertes
Polymer.

FIG.4A zeigt die Initialisierung einer Vernetzung eines
Oxetan-funktionalisierten Monomers 406 mit einer Lewis-
funktionalisierten Oberflache 402, beispielsweise
PEDOT/HPSS. Das Substrat 402 kann derart ausgebildet oder
funkticnalisiert sein, dass ein leicht transferierbares
Proton bzw. Elektron an der Oberfldache bereitgestellt wird,

d.h. Lewig-sauer oder Lewis-basisch sein.

Ein Proton 408 der Oberfldche 402 wird in einem Transfer zu
einer Oxetan-Gruppe transferiert, wobei eine negative
Ladung 404 an der Oberflache 402 zurickbleibt.



10

15

20

25

30

35

WO 2017/080795 PCT/EP2016/075411

20

Mittels dieses Uberganges kann es zu einem Anlagern bzw.
Abscheiden des Oxetan-funktionalisierten Monomers an der

funktionalisierten Oberfliche des Substrates 402 kommen.

Mit anderen Worten: das BAusbilden des Lewis-Addukts 110

oberhalb der ersten Schwellenwerttemperatur weist in

verschiedenen Ausflhrungsbeispielen eine
Vernetzungsreaktion  auf, beispielsweise eine lebende
Polymerisation.

FIG.4B veranschaulicht warum die Polymerisation mittels
Ladungsseparation gestoppt werden kann, da sich ein
transferiertes Proton 408 eineg bereits an die Oberfléache
402 gebundenen, Oxetan-funktiocnalisierten Polymers 410 und
die negative Ladung 404 an der Oberflache 402 mittels
Coulomb-Kraft anziehen  kénnen. Das  bereits an die
Oberfliche 402 gebundene, Oxetan-funktionalisierte Polymer
410 bildet eine organische Schicht aus, die im Wesentlichen
der oben beschriebenen dielektrischen Schicht bzw. dem
Lewis-Addukt entsprechen kann.

FIG.4C veranschaulicht, wie die Polymerisation, das heifst
das Ausbilden des Lewis-Addukts, fortgesetzt wird, da ein
Gegenion 412 in der Lage ist, sich durch die organische
Schicht des Lewis-Addukts zu bewegen.

In den FIG.5A-5E isgt in schematischen Querschnittsansichten
ein Herstellen eines optoelektronischen Bauelementes gemafs
verschiedenen Ausfiihrungsbeispielen veranschaulicht, wobei
die so hergestellte Elektronenstruktur im Wesentlichen mit

einer oben beschriebenen Elektronenstruktur Ubereinstimmen

kann.

In einem Schritt 500, wveranschaulicht in FIG.5A, ist das
Bereitstellen einer Leiterstruktur 108 mit einer
freiliegenden Oberfliche 112 auf einer Oberflache eines
Substrates 102 veranschaulicht, wobei ein Teil 116 der
Oberfliache 114 der Flache des Substrats 102, auf der die
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Leiterstruktur 108 ausgebildet ist, frei ist von
Leiterstruktur 108,

In einem weiteren Schritt 510, veranschaulicht in FIG.5B,
wird die COberfliche 114 des Substrats 102 und die
Oberfléche 112 der wenigstens einen Leiterstruktur 108
einer Funktionalisierung bzw. einem Bearbeiten ausgesetzt,
so dass ein chemischer Kontrast bezliglich einer chemischen
Reaktion mit einem vorgegebenen Material ausgebildet wird.
Mit anderen Worten: auf der freiliegenden Oberfldche 112
wird in vergchiedenen Ausfihrungsbeispielen eine
Funktionalisierung 512, beispielsweise ein Ausbilden oder
Abscheiden eines  Protonen-Donators, durchgefiihrt. Die
Funktionalisierung der Oberflache 112 der wenigstens einen
Leiterstruktur 108 kann selektiv erfolgen bezlglich der
Oberflache 114 des Substrats 102, D.h. die
Funktionalisierung 512 bezlglich der Bildung des Lewis-
Addukts wird beigpielgweise im Wesentlichen nur auf der
Oberfliche 112 der wenigstens einen Leiterstruktur 108
ausgebildet. Die Oberfléche 114 des Substrats 102 kann im
Wesentlichen frei sein von dieser Funktionalisierung 512
zur Ausbildung eines Lewis-Addukts, wie spiter noch
ausfliihrlicher gezeigt wird. Mit anderen Worten: wenigstens
die Oberfliche 112 einer Leiterstruktur 108 kann selektiv
bezliglich der Oberfldche 114/116 des Substrats 102
fiktionalisgiert sein, so dass an der funktionalisierten
Oberfliéche 512 der wenigstens einen Leiterstruktur ein
Lewis-Addukt gebildet werden kann.

In verschiedenen Ausfithrungsbeispielen des Verfahrens weist
die Leiterstruktur 108 als Funktionalisierung
beispielsweise eine Lewis-S&ure oder eine Lewis-Base auf,
beispielsweise in Abhéngigkeit wvon dem vorgegebenen
Material, so dass mittels der Funktionalisierung und dem
vorgegebenen Material ein Lewis-Addukt bildbar ist. Die
Leiterstruktur 108 kann  beispielsweise  nasschemisch,
beispielsweise mittels eines Siebdruckens ausgebildet
werden. Die Siebdruckpaste, d.h. die Paste aus der die
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Leiterstruktur gebildet wird, kann beispielswelise die
Lewis-Saure bzw. die Lewig-Base enthalten, bevor die
Siebdruckpaste auf das Substrat aufgebracht wird. Die
Lewig-S3ure bzw. die Lewis-Base kénnen nach dem Trocknen
der Siebdruckpaste an der Oberflache der Leilterstruktur als

Funktionalisierung vorliegen.

Alternativ wird die freiliegende Oberflidche 112 der
wenigstens einen Leiterstruktur 108 funktionalisiert, so
dass das Lewis-Addukt 110 auf der freiliegenden Oberfliche

der wenigstens einen Leiterstruktur 108 ausbildbar wird.

In verschiedenen Ausfihrungsbeispielen des Verfahrens wird
in  Abhdngigkeit wvon dem vorgegebenen Material beim
Funktionalisieren ein Protonen-Donator oder ein Elektronen-
Donator auf der freiliegende Oberfldche 112 der wenigstens
einen Leiterstruktur 108 gebildet. Das Funktionalisieren
kann beispielsweise eine Redoxreaktion, eine Oxidation,
eine Sulfidierung, nasschemisch und/oder mittels einer
selbstorganisierten Monoschicht (selfassembled monclayer -
SaM) erfolgen.

Die selbstorganisierte Monoschicht kann beispielsweise aus
Monomeren, Oligomeren oder Polymeren gebildet werden die
jewells eine Kopfgruppe, eine Abstandshaltergruppe (spacer
unit) und eine Ankergruppe aufweisen. Die Kopfgruppe welst
eine Lewis-funktionale Gruppe auf, beispielsweise eine
Lewis-S&dure-Funktion, Dbeispielsweise eine Oxetan-Gruppe.
Die Abstandshaltergruppe wellR beispielsweise eine
Alkylkette auf. Die Ankergruppe ist ausgebildet selektiv an
die Leiterstrukitur zu binden, beigpielsweise an die
Metallisierung oder einen Busbar. Eine Ankergruppe kann
beispielsweise sein: eine Carboxy-Gruppe (R-COOH), eine
Nitril-Gruppe (R-CN), eine Thiol-Gruppe (R-SH), eine
Phosphorsadure-Gruppe (R-PO(OH)2). Die Carboxy-Gruppe bindet
beispielsweise an eine Leiterstruktur wmit/aus Nickel,
Titanium. Die HNitril-Gruppe bindet beispielswelse an eine
Leiterstruktur mit/aus Silber. Die Thiol-Gruppe bindet
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beispielsweise an eine Leiterstruktur mit/aus Silber, Gold,
Chrom, Kupfer. Die Phosphorsdure-Gruppe bindet
beispielsweise an eine Leiterstruktur mit/aus Aluminium und
ITC.

In einem weiteren S&chritt 520, veranschaulicht in FIG.EC,
wird eine Ldésung 522, die in einem Ldsungsmittel ein
vorgegebenes Material aufweist, das mit dexr
Funktionalisierung 512 der Oberfldche 112 der wenigstens
einen Leiterstruktur 108 ein Lewis-Addukt ausbilden kann,
auf oder Uber die Oberflidchen 112/512, 116 der wenigstens
einen Leiterstruktur 108 bzw. des Substrats 102
aufgebracht. Mit anderen Worten: In verschiedenen
Ausfliihrungsbeispielen des Verfahrens wird das vorgegeben
Material nasschemisch aufgebracht, beispielsweise in einem
Losungsmittel geldst auf die freiliegende Oberflachen 112
der wenigstens einen Leiterstruktur 108 und des Substrates
102.

Die L&dsung 522 kann beispilelsweise nasschemisch aufgebracht
werden, beispielsweise in einer Schleuderbeschichtung (spin
coating). Alternativ kann das Substrat 102 mit der
wenigstens einen Leiterstruktur 108 in die Losung 522
eingetaucht werden, beispielsweise als Tauchbeschichtung
{dip coating). Weiterhin sind weitere nasschemische
Verfahren mdglich, beispielsweise das sogenannte Slot-Die-

Coating oder Tintenstrahldrucken (inkjet printing).

Geeignete Losungsmittel sind beispielsweise gangige polare
und unpolare organische Lésungsmittel sowie deren
Mischungen, beispielsweise aus der Gruppe von Toluol,
Xvlol, Phenetol, Dichlormethan, Tetrahydrofuran.

Geeignete funktionalisierte Polymere kénne beispielsweise
Polystyrole, Polypyrrol, Polyanilin, Polyparaphenylen,
Polythiophen, aber auch Block-Co-Polymere mit
funktionalisierten Kopfgruppen sein.
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In einem weiteren Schritt 540, wveranschaulicht in FIG.5D,
wird wenigstens eine Leilterstruktur 108 erwidrmt -
veranschaulicht in Figur 5D mittels Q1. Mittels der
Erwarmung Q1 wird die Temperatur der wenigstens einen
Leiterstruktur 108 erhdht. Bei Uberschreiten einer ersten
Schwellenwerttemperatur beginnt eine chemische Reaktion
zwischen  der funktionalisierten  Oberfléche 512 dexr
wenigstens einen Leiterstruktur 108 und dem vorgegebenen
Material der Losung 522.

Mittels der Funktionalisierung 512 der wenigstens einen
Leiterstruktur 108 kann auf dieser Leiterstruktur 108 ein
Lewis-Addukt 110, beispielsweise eine dielektrische Schicht
110 gebildet werden, wobei die Oberflache des Substrats,
die ebenfalls der  Losung 522 ausgegetzt ist, im

Wesentlichen freibleibend von dem Lewis-Addukt verbleibt.

Ausgehend von der funktionalisierten Oberflache 512 der
wenigstens einen Leiterstruktur entsteht eine gleichmafig
dicke Schicht an allen Stellen, die eine bezlglich des
vorgegebenen Materials Lewis-aktivierte Cbherflache
aufweisen, beispielsweise eine Lewis-saure Oberxflache
bezliglich eines Oxetan-funktionalisierten Monomers oder
Polymers als vorgegebenes Material, und eine Temperatur

oberhalb der ersten Schwellenwerttemperatur aufweisen.

In verschiedenen Ausflihrungsbeispielen des Verfahrens wird
die Temperatur mittels eines elektrischen Stromes durch die
Leiterstruktur 108 auf mindestens die erste

Schwellenwerttemperatur erhdoht.

In verschiedenen Ausfihrungsbeispielen des Verfahrens wird
die Temperatur wenigstens der wenigstens einen
Leiterstruktur 108 mittels einer Bestrahlung der wenigstens
einen Leiterstruktur 108 mit einer elektromagnetischen
Strahlung erhdht. Die Bestrahlung ist beispielsweise eine
Laserbestrahlung oder eine Infrarotbestrahlung.
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In verschiedenen BAusflhrungsbeispielen des Verfahrens wird
die Temperatur der wenigstens einen Lelterstruktur 108
mittelbar mittels einer Erhdhung der Temperatur des
Substrates erhdht.

In verschiedenen Ausflihrungsbeispielen des Verfahrens wird
das Substrat 102 mit der wenigstens einen Leiterstruktur
108 beim Erhdhen der Temperatur der wenigstens einen
Leiterstruktur 108 in einer Ldsung angeordnet. Die
Temperatur der wenigstens einen Leiterstruktur 108 mittels
eines Erhéhens der Temperatur der Losung oder einer
erwdrmten Lé&sung erhéht. Mit anderen Worten: In
verschiedenen Ausfilhrungsbeispielen des Verfahrens wird die
Temperatur wenigstens der wenigstens einen Leiterstruktur
108 mittels einer warmen Ldsung 522, d.h. die Temperatur
der Lésung liegt auf oder Uber der ersten
Schwellenwerttemperatur, so dass das Lewis-Addukt auf der
Oberfléche der wenigstens einen Leiterstruktur mit dem
Eintauchen in die L&sung gebildet wird, oder einem Erwarmen
der Losung auf eine Temperatur der Lésung auf oder Uber der

ergten Schwellenwerttemperatur.

In verschiedenen Ausfihrungsbeispielen des Verfahrens wird
die Temperatur wenigstens der wenigstens einen
Leiterstruktur 108 in einem Ofen erhdht. Alternativ oder
zusatzlich wird die Temperatur wenigstens der wenigstens
einen Leiterstruktur 108 mittels einer Heifluftbestrahlung
erhdht .

Weiterhin veranschaulicht in FIG.5D:

In verschiedenen Ausfiihrungsbeispielen des Verfahrens sind
wenigstens eine erste Leiterstruktur 524 und eine zweite
Leiterstruktur 526 auf dem Substrat 102 ausgebildet. Die
Temperatur der ersten Lelterstruktur 524 und die Temperatur
der zweiten Leiterstruktur 526 werden im Wesentlichen
gleich erhdht, beispielsweise auf einen ungeféhr gleichen

Wert von wenigstens der ersten Schwellenwerttemperatur.
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Dadurch kénnen auf zwei oder mehr Leiterstrukturen im
Wesentlichen gleichzeitig eine dielektrische bzw.
isolierende Schicht 110 mit dem Lewig-Addukt ausgebildet
werden.

In einem weiteren Schritt 550, veranschaulicht in FIG.5E,
wird die Losung 522 von den Oberflachen des Substrats 102
und von dem Lewis-Addukt 110 auf der wenigstens einen
Leiterstruktur 108 entfernt. Die Temperatur der wenigstens
einen Uber die erste Schwellenwerttemperatur erwarmte
Leiterstruktur kann vor, wihrend oder nach dem Entfernen
der Ldsung 522 abgekithlt werden. Die Abkthlung der
wenigstens einen Leiterstruktur kann beispielsweise auf
einen Wert unterhalb einer zweiten Schwellenwerttemperatur
erfolgen, unterhalb der die Vernetzungsreaktion des
vorgegebenen Materials mit der Oberfldche des bereits
abgeschiedenen Lewis-Addukts auf der Oberflache der

wenigstens einen Leiterstruktur gestoppt wird. Mit anderen

Worten bei Temperaturerniedrigung stoppt die
Vernetzungsreaktion. Uberschiissige Losung, d.h.
uberschligsiges Losungsmittel und Uberschiissige

Funktionaligierte Monomere, kdnnen entfernt werden, was

auch als Entwicklung bezeichnet wird.

Mit anderen Worten: In verschiedenen Ausfihrungsbeispielen
weist das Verfahren ferner ein Entfernen des vorgegebenen
Materials nach dem Ausbilden des Lewis-Addukts 110 von dex
Oberfliache des Substrats und von dem Lewis-Addukt 110 auf
der freiliegende Oberfléache 112 der wenigstens einen
Leiterstruktur 108 auf. Das Entfernen des Lewis-Addukts 110
stellt somit einen Entwicklungsprozesgs dar. Die Entwicklung
erfolgt beigpielsweise nach einem Reduzieren der Temperatur
auf einen Wert unterhalb der zwelten
Schwellenwerttemperatur. Die Lésung mit dem vorgegebenen
Material wird beispielsweise von den Oberflachen des
Substrates und der mit dem Lewis-Addukt 110 beschichteten
Leiterstruktur 108 abgesplilt, beispielsweise mit dem
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gleichen Losungsmittel wie das, in dem das vorgegebene

Material geldst war.

In verschiedenen Ausfiihrungsbeispielen des Verfahrens wird
nach dem Ausbilden des Lewis-Addukts 110 mit einer
vorgegebenen Dicke, die Temperatur der wenigsten einen
Leiterstruktur 108 mit einer Temperatur oberhalb der ersten
Schwellenwerttemperatur, auf eine zwelite
Schwellenwerttemperatur abgekihlt. Bei der zweiten
Schwellenwerttemperatur ist im Wesentlichen das Ausbilden
des Lewis-2ddukts 110 mittels des vorgegebenen Materials
unterbunden. In verschiedenen Ausfiihrungsbeispielen des
verfahrens wird nach dem Ausbilden des Lewis-Addukts 110
mit einer vorgegebenen Dicke, die Temperatur der wenigstens
einen Leiterstruktur 108 mit einer Temperatur oberhalb der
ergten Schwellenwerttemperatur, auf die zweite
Schwellenwerttemperatur abgekiihlt. Mit anderen Worten:
oberhalb der ersten Schwellenwerttemperatur wird das Lewis-
Addukt 110 gebildet. Unterhalb der zwelten
Schwellenwerttemperatur wird die Vernetzungsreaktion
gestoppt und es wird kein Lewis-Addukt 110 mehr gebildet.
Die zweite Schwellenwerttemperatur ist ungefahr gleich zu

oder kleiner als die erste Schwellenwerttemperatur.

In verschiedenen Ausfithrungsbeispielen weist das Verfahren
ein Ausbilden wenigstens einer Leiterstruktur 108 auf oder
{iber einer Oberfliche 114 eines Substrats 102 auf, wobei
wenigstens ein Teil 116 der Oberfldche 114 des Substrates
102 frei ist von Leiterstruktur 108 und die wenigstens eine
Leiterstruktur 108 eine freiliegende COberflache 112
aufweist. Wenigstens die freiliegende Oberfléche 112 der
wenigstens einen Leiterstruktur 108 ist derart ausgebildet,
dass auf der freiliegenden Oberfldche 112 der wenigstens
einen Leiterstruktur 108 bezlglich eines vorgegebenen
Materials ein Lewis-Addukt ausbildbar ist und die
Oberfléache des Substrates im Wesentlichen freibleibend von
dem Lewis-2addukt verbleibt. Das Verfahren weist weiterhin

ein Aufbringen des vorgegebenen Materials auf oder Uber die
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Oberfléche der wenigstens einen Leiterstruktur und die
Oberfliache des Substrates auf. Das Verfahren weist
weiterhin ein Erwirmen der wenigstens einen Leiterstruktur
auf oder {ber eine erste Schwellenwerttemperatur auf
derart, dass die Oberfliche der wenigstens einen
Leiterstruktur eine Temperatur gréfer oder gleich der
ersten Schwellenwerttemperatur aufweist und die Oberflache
des Substrats eine Temperatur  kleiner der ersten
Schwellenwerttemperatur aufweist, wobel sich ab der ersten

Schwellenwerttemperatur das Lewis-Addukt bildet.

Dadurch kann die gesamte freiliegende Oberflache des
Substrats und der Leiterstruktur Lewis-funktionalisiert
werden, beispielsweise mittels einer Sdurespllung, so dass
mindestens eine Monolage Siure auf der freiliegenden
Oberfléche verbleibt. Das vorgegebene Material kann wie
oben beschrieben in einem L&sungsmittel geldst sein, d.h.
als Losung 522 auf die freiliegende Oberfldche aufgebracht
werden. Die Temperatur der wenigstens einen Leiterstruktur
kann beispielsweise mittels einer Stromzufuhr durch die
wenigstens einen Leiterstruktur oder durch selektive
Erwarmung der wenigstens einen Leiterstruktur,
beispielsweise durch Induktion oder lokale Bestrahlung
mittels Laser, erhdht werden. Ausgehend von der erwarmten
Oberfléache entsteht eine gleichmé&ffig dicke Schicht an allen

Stellen, die die Vernetzungstemperatur {erste
Schwellenwerttemperatur) berschreiten. Bei
Temperaturerniedrigung (unter die erste bzw. zweite

Schwellenwerttemperatur) stoppt die Vernetzungsreaktion.
Uberschiissiges Ldsungsmittel und tberschissige Monomere des

vorgegebenen Materials kénnen anschlieflend entfernt werden.

In den FIG.6A-6D ist in schematischen Querschnittsansichten
ein Herstellen eines optoelektronischen Bauelementes gemal
verschiedenen Ausfliihrungsbeispielen veranschaulicht, wobeil
das so hergestellte optoelektronische Bauelement  im
Wesentlichen mit einem coben beschriebenen

optoelektronischen Bauelement {bereinstimmen kann.
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In einem Schritt 600, veranschaulicht in FIG.6A, ist das
Bereitstellen einer Leiterstruktur 108 mit einem auf deren
Oberfldche 112 ausgebildeten Lewis-Addukt 110 auf einer
Oberflidche eines Substrates 102 veranschaulicht. Ein Teil
116 der Oberfliche der Fliche des Subsgtrats 102, auf der
die Leiterstruktur 108 ausgebildet ist, ist frei wvon
Leiterstruktur 108. Die Dbereitgestellte Struktur kann
beispielsweise im Wesentlichen der in FIG.5E
veranschaulichten Struktur entsprechen.

Bei der Vernetzungsreaktion, d.h. beim Ausbilden des Lewis-
Addukts, kann es sich um eine sogenannte lebende
Polymerisation handeln. D.h.: ohne eine Deaktivierung
verbleiben reaktive Enden an der Oberfldche der Schicht des
ausgebildeten bzw. abgeschiedenen Lewis-Addukts, die die

Vernetzung einer weiteren Schicht initiieren kdnnen.

auf diese Art kann z.B. die thermische Stabilitat der
Resistschicht optimiert werden. Ein weiterer Vorteil des
Verfahrens ist es somit, dass mehrlagige bzw.
mehrschichtige dielektrische  Schichten, beispielsweise

Resigt-Strukturen, realisierbar werden.

In einem weiteren Schritt 610, wveranschaulicht in FIG.6B,
wird eine weitere Lésung 602, die in einem weilteren
Lésungsmittel ein weiteres vorgegebenes Material aufweist,
das mit den reaktiven Enden des Lewis-Addukts auf den
Leiterstrukturen 108 ein weiteres Lewis-Addukt ausbilden
kann, auf oder uber die Oberflichen des Lewis-Addukts 110,
gegebenenfalls der wenigstens einen Leiterstruktur 108 bzw.
des Substrats 102 aufgebracht. Das weitere L&sungsmittel
und/oder das weitere vorgegebene Material kdénnen einem
ausfihrungsbeispiel des Lésungsmittels bzw. des
vorgegebenen - Materials entsprechen und gleich oder
unterschiedlich zu diesen sein.

Die weitere Ldsung 602 kann beispielsweise nasschemisch

aufgebracht werden, beispielsweise in einer
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Schleuderbeschichtung. Alternativ kann das Substrat 102 mit
der wenigstens einen Leiterstruktur 108 und dem Lewis-

Addukt 110 in die Ldsung 602 eingetaucht werden.

In einem weiteren Schritt 620, veranschaulicht in FIG.S5C,
wird wenigstens eine Leiterstruktur 108 erwarmt -
veranschaulicht in FIG.6C mittels Q2. Mittels der Erwdrmung
02 wird die Temperatur der wenigstens einen Leiterstruktur
606 erhdht, beisgpielsweise tber die erste
Schwellenwerttemperatur, so dass das weitere vorgegebene
Material mit dem Lewis-Addukt auf der Oberfliche der
wenigstens einen Leiterstruktur 606 chemisch reagieren kann
und ein weiteres Lewis-Addukt 604 ausbilden kann. Das
weitere Lewis-Addukt 604 kann gleich oder unterschiedlich

sein zu dem zuvor ausgebildeten Lewis-Addukt 110.

ausgehend von dem Lewis-Addukt auf der Oberflache der
mittels Q2 erwdrmten Leilterstruktur 606 entsteht eine
gleichméaffig dicke Schicht an allen Stellen.

Weiterhin veranschaulicht in FIG.eC:

In verschiedenen Ausflihrungsbeispielen des Verfahrens sind
wenigstens eine erste Leiterstruktur 606 und eine zweite
Leiterstruktur 608 auf dem Substrat 102 ausgebildet. Die
Temperatur der ersten Leiterstruktur 606 wird auf eine
Temperatur grofer als die erste Schwellenwerttemperatur
erhdht und die Temperatur der zweiten Leiterstruktur 608
verbleibt im Wesentlichen unverdndert und/oder unterhalb
der ersten Schwellenwerttemperatur.

Die Temperatur der ersten Leiterstruktur 606 kann
beispielsweise selektiv beziglich der zweiten
Leiterstruktur 608 erhdht werden mittels einer
Laserbestrahlung oder einer selektiven Bestromung der
ersten Leiterstruktur 606.
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Dadurch wird auf dem Lewis-Addukt 110 der ersten
Leiterstruktur 606 ein weliteres Lewis-Addukt 604
ausgebildet. Die erste Leiterstruktur 606 weilst somit
beispielsweise eine mehrlagige dielektrische bzw.
isolierende Schicht auf, die sich von der dielektrischen
bzw. isolierenden Schicht auf der zweilten Leiterstruktur

608 in der Dicke und/oder dem Material unterscheidet.

Mit anderen Worten: In verschiedenen Ausfliihrungsbeispielen
weist das Verfahren ferner ein Ausbilden eines weiteren
Lewis-Addukts 604 auf dem Lewis-Addukt 110 auf der
freiliegende Cbexrfléche 112 der wenigstens einen
Leiterstruktur 108 auf. Das weitere Lewis-Addukt 604 kann
gleich oder unterschiedlich sein zu dem Lewis-Addukt 110
auf der Oberfliche 112 der wenigstens einen Leiterstruktur
108.

In einem weiteren Schritt 630, wveranschaulicht in FIG.6D,
wird die weitere Losung 602 von den Cberfléchen entfernt.
Die Temperatur der wenigstens einen Uber die erste
Schwellenwerttemperatur erwidrmte erste Leiterstruktur 606
kann vor, wahrend oder nach dem Entfernen der Losung 602
abgekiihlt werden.

Die Abkthlung der ersten Leiterstruktur 606 kann
beispielsweise auf einen Wert unterhalb einer zweiten
Schwellenwerttemperatur erfolgen, unterhalb derer die
Vernetzungsreaktion des weiteren vorgegebenen Materials mit
der Oberfliche des bereits abgeschiedenen weiteren Lewis-
Addukts gestoppt wird. Mit anderen Worten beil
Temperaturerniedrigung stoppt die Vernetzungsreaktion.
Uberschiissige weitere Lé&sung, d.h. Uberschlissiges weiteres
Losungsmittel und Uberschiissiges weiteres vorgegebenes
Material, beispielsweise weitere funktionalisierte

Monomere, konnen entfernt werden.

In verschiedenen Ausfithrungsbeispielen des Verfahrens wird

nach dem Ausbilden des weiteren Lewis-Addukts 604 mit einer
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vorgegebenen Dicke, die Temperatur der ersten
Leiterstruktur 606 mit einer Temperatur oberhalb der ersten
Schwellenwerttemperatur, anf eine zweite
Schwellenwerttemperatur abgekthlt. Bei der zwelten
Schwellenwerttemperatur ist im Wesentlichen das Ausbilden
des weiteren Lewis-Addukts 606 mittels des vorgegebenen
Materials unterbundern. In vergschiedenen
Busfihrungsbeispielen des Verfahrens wird nach dem
Ausbilden des weiteren  Lewis-Addukts 110 mit einer
vorgegebsnen Dicke, die Temperatur der ersten
Leiterstruktur 108 mit einer Temperatur ocberhalb der ersten
Schwellenwerttemperatur, auf die zwelite
Schwellenwerttemperatur abgekihlt. Mit anderen Worten:
oberhalb der ersten Schwellenwerttemperatur wird das
weitere Lewis-Addukt 604 gebildet. Unterhalb der zweiten
Schwellenwerttemperatur wird die Vernetzungsreaktion
gestoppt und es wird kein weiteres Lewis-Addukt 604 mehr
gebildet. Die zweite Schwellenwerttemperatur ist ungefahr
gleich Z11 oder kleiner als die erste
Schwellenwerttemperatur,

In verschiedenen Ausfihrungsbeispielen weist das Verifahren
ferner ein Entfernen des vorgegebenen Materials nach dem
Ausbilden des welteren Lewis-Addukts 604. Die Entwicklung
erfolgt beispielsweise nach einem Reduzieren der Temperatur
auf einen Wert unterhalb der zwelten
Schwellenwerttemperatur. Die Ldsung mit dem welteren
vorgegebenen  Material wird  |beispielsweise abgespllt,
beispielsweise mit dem gleichen weiteren Lésungsmittel wie

das, in dem das weitere vorgegebene Material geldst war.

FIG.7 zeigt ein Ausfihrungsbeispiel eines
optoelektronischen Bauelements 700, das im Wesentlichen
einem dexr obean dargestellten Ausfihrungsbeispiele
entsprechen kann. Das optoelektronische Bauelement 700
weist einen Trdger 12 auf. Der Trdger 104 kann transluzent
oder transparent ausgebildet sein. Der Trager 104 dient als
Tragerelement flr elektronische Elemente oder Schichten,
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beispielsweise lichtemittierende Elemente. Der Trager 104
kann beigpielsweise Kunststoff, Metall, Glas, ouarz
und/oder ein Halbleitermaterial aufweisen oder daraus
gebildet sein. Ferner kann der Trager 104 eine
Kunststofffolie oder ein Laminat mit einer oder mit
mehreren Kunststofffolien aufweisen oder daraus gebildet
sein. Der Triger 104 kann mechanisch rigide oder mechanisch

flexibel ausgebildet sein.

Auf dem Trager 104 ist eine optoelektronische
Schichtengtruktur ausgebildet. Die optoelektronische
Schichtenstruktur weist eine erste Elektrodenschicht 14
auf, die einen ersten Kontaktabschnitt 16, einen zweiten
Kontaktabschnitt 18 und eine erste Elektrode 106, auch
bezeichnet als elektrisch leitende Schicht 106, aufweist.
Der TrAger 104 mit der ersten Elektrodenschicht 14 kann
auch als Substrat 102 bezeichnet werden. Zwischen dem
Trager 104 und der ersten Elektrodenschicht 14 kann eine
erste nicht dargestellte Barriereschicht, beispielsweise

eine erste Barrieredinnschicht, ausgebildet sein.

Die erste Blekirode 106 ist von dem ersten Kontaktabschnitt
16 mittels einer elektrischen Isolierungsbarriere 21
elektrisch isoliert.

In verschiedenen Ausfihrungsbeispielen wird die
Isclierungsbarriere 21 aus einem Lewis-Addukt ausgebildet,
beispielsweise gemaly der Beschreibung des Lewis-Addukts 110
bzw. der dielektrischen  Schicht 110, beispielsweise
gleichzeitig oder als ein Teil des Lewis-Addukts 110 auf
der Oberfléche der wenigstens einen Leiterstrukturen.

Der zweite Kontaktabschnitt 18 ist mit der ersten Elektrode
106 der optoelektronischen Schichtenstruktur elektrisch
gekoppelt. Die erste Elektrode 106 kann als Anode oder als
Kathode ausgebildet sein. Die erste Elektrode 106 kann
transluzent oder transparent ausgebildet sein.
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Die erste Elektrode 106 weist ein elektrisch leitfahiges
Material auf, beispielsweise Metall und/oder ein
leitfihiges transparentes Oxid (transparent conductive
oxide, TCO) oder einen Schichtenstapel mehrerer Schichten,
die Metalle oder TCOs aufweisen. Die erste Elektrode 106
kann beispielsweise einen Schichtenstapel einer Kombination
einer Schicht eines Metalls auf einer Schicht eines TCOs
aufweisen, oder umgekehrt. Bin Beligpiel ist eine
Silberschicht, die auf einer Indium-Zinn-O0xid-3chicht (ITO)
aufgebracht ist ({Ag auf ITC} oder ITO-Ag-ITO
Multischichten. Die erste Elektrode 106 kann alternativ
oder zusétzlich zu den genannten Materialien aufwelsen:
Netzwerke aus metallischen Nanodridhten und -teilchen,
beigpielsweise aus Ag, Netzwerke aus Kohlenstoff-
Nanor&hrern, Graphen-Teilchen  und ~Schichten und/cder
Netzwerke aus halbleitenden Nanodrahten.

Transparente leitfdhige Oxide sind transparente, leitfahige
Materialien, beispielsweise Metalloxide, wie beispielsweise

Zinkoxid, Zinnoxid, Cadmiumoxid, Titanoxid, Indiumoxid,

oder Indium-Zinn-0xid (ITO) . Neben bindren
Metallsauerstoff-verbindungen, wie beispielsweise  Zno,
5n02, oder Inz03 gehdren auch ternare
Metallsauerstoffverbindungen, wie  belgpielsweise AlZno,

2112810, , CdsnOs, Znsnls, MgIn,0s, GalInOs, Zn:Ina0: oder
InsSn:0:; oder Mischungen unterschiedlicher transparenter
leitfdhiger Oxide zu der Gruppe der TCOs.

Die erste Elektrode 106 kann alternativ oder zusdtzlich zu
den genannten Materialien  aufweisen: Netzwerke aus
metallischen Nanodrdhten und -teilchen, beispielsweise aus
Ag, Netzwerke aus Kohlenstoff-Nanordhren, Graphen-Teilchen
und -Schichten und/oder Netzwerke aus Thalbleitenden
Nanodr&hten. Beisplelsweise kann die erste Elektrode 106
eine der folgenden Strukturen aufweisen oder daraus
gebildet sein: ein Netzwerk aus metallischen Nanodrahten,
beispielsweise aus Ag, die mit leitfdhigen Polymeren

kombiniert sind, ein Netzwerk aus Kohlenstoff-Nanordhren,
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die mit leitfidhigen Polymeren kombiniert sind und/oder
Graphen-Schichten wund Komposite. Ferner kann die erste
Elektrode 106 elektrisch leitfahige Polymere oder
Ubergangsmetalloxide aufweisen.

Die erste  Elektrode 106 kann  beispielsweise eine
Schichtdicke aufweisen in einem Bereich von 10 nm bis 500
nm, beispielsweise von 25 nm bis 250 nm, beispielsweise von
50 nm bis 100 nm.

Die erste Elektrode 106 kann einen ersten elektrischen
Anschluss aufweisen, an den ein erstes elektrisches
Potential anlegbar ist. Das erste elektrische Potential
kann von einey Energiequelle {(nicht dargestellt)
bereitgestellt werden, beispielsweise von einer Stromguelle
oder einer Spannungsguelle. Alternativ kann das erste
elektrische Potential an den Tréger 104 angelegt sein und
der ersten Elektrode 106 Uber den Trager 104 mittelbar
zugeflihrt werden. Das erste elektrische Potential kann
beispielsweise das  Massepotential cder ein  anderes

vorgegebenes Bezugspotential sein.

Uber der ersten Elektrode 106 ist eine optisch funktionelle
Schichtenstruktur, beigpielsweise eine organische
funktionelle Schichtenstruktur 202, der optoelektronischen
Schichtenstruktur ausgebildet. Die organische funktionelle
Schichtenstruktur 202 kann beispielsweise eine, zwel oder
mehr Teilschichten aufweisen. Beilspielsweise kann die
organische funktionelle Schichtenstruktur 202 eine
Lochinjektiongschicht, eine Lochtransportschicht, eine
Emitterschicht, eine Elektronentransportschicht und/oder
eine Elektroneninjektionsschicht aufweigen. Die
Lochinjektionsschicht dient zum Reduzieren der Bandlicke
zwischen erster Elektrode und Lochtransportschicht. Bei der
Lochtransportschicht ist die Lochleitfihigkeit grdfer als
die Elektronenleitfihigkeit. Die Lochtransportschicht dient
Zum Transportieren der Locher. Bei der

Elektronentransportschicht ist die Elektronenleitfdhigkeit
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grdler als die Lochleitfihigkeit. Die
Elektronentransportschicht dient zum Transportieren der
Elektronen. Die Elektroneninjektionsschicht dient  zum
Reduzieren der Bandllcke zwischen zweiter Elektrode und
Elektronentransportschicht. Ferner kann die organische
funktionelle Schichtenstruktur 202 ein, zwei oder mehr
funktionelle Schichtenstruktur-Einheiten, die jeweils die
genannten Teilschichten und/oder weitere Zwischenschichten

aufweisgen.

Uber der organischen funktionellen Schichtenstruktur 202
igt eine zweite Elektrode 204, auch bezeichnet als welitere
elektrisch leitende Schicht 204, der optoelektronischen
Schichtenstruktur ausgebildet, die elektrisch mit dem
ersten Kontaktabschnitt 16 gekoppelt ist. Die zweite
Elektrode 204 kann gemaR einer der Ausgestaltungen der
ersten Elektrode 106 ausgebildet sein, wobei die erste
Elektrode 106 und die =zweite Elektrode 204 gleich oder
unterschiedlich  ausgebildet sein  kdnnen. Die erste
Elektrode 106 dient beigpielsweise als Anode oder Kathode
der optoelektronischen  Schichtenstruktur. Die zweite
Elektrode 204 dient korrespondierend 2zu der ersten
Elektrode als Kathode bzw. Anode der optoelektronischen
Schichtenstruktur.

Die optoelektronische Schichtenstruktur ist ein elektrisch
und/oder optisch aktiver Bereich. Der aktive Bereich ist
beisgspielsweice der Bereich des optoelektronischen
RBauelements 700, in dem elektrischer Strom zum Betrieb des
optoelektronischen Bauelements 700 fliefit und/oder in dem
elektromagnetische Strahlung erzeugt oder absorbiert wird.
Auf oder {iber dem aktiven Bereich kann eine Getter-Struktur
(nicht dargestellt) angeordnet sein. Die Getter-Schicht
kann transluzent, transparent oder opak ausgebildet sein.
Die Getter-Schicht kann ein Material aufweisen oder daraus
gebildet sein, das Stoffe, die schadlich £fir den aktiven
Bereich sind, absorbiert und bindet.
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Uber der =zweiten Elektrode 204 und teilweise fUber dem
ersten Kontaktabschnitt 16 und teilweise Uber dem zweilten
Kontaktabschnitt 18 ist eine Verkapselungsschicht 24 der
optoelektronische Schichtenstruktur ausgebildet, die die
optoelektronische Schichtenstruktur verkapselt. Die
Verkapselungsschicht 24 kann als zweite Barriereschicht,
beispielsweise als zweite Barrieredlinnschicht, ausgebildet
sein. Die Verkapselungsschicht 24 kann auch als
Dinnschichtverkapselung bezeichnet werden. Die
Verkapselungsschicht 24 bildet eine Barriere gegeniiber
chemischen Verunreinigungen bzw. atmospharischen Stoffen,
insbesondere gegeniber Wasser (Feuchtigkeit) und
Sauerstoff. Die Verkapselungsschicht 24 kann als eine
einzelne Schicht, ein Schichtstapel oder eine
Schichtstruktur ausgebildet sein. Die Verkapselungsschicht
24 kann aufweisen oder daraus gebildet sein: Aluminiumoxid,

Zinkoxid, Zirkoniumoxid, Titanoxid, Hafniumoxid, Tantaloxid

Lanthaniumoxid, Siliziumoxid, Siliziumnitrid,
Siliziumoxinitrid, Indiumzinnoxid, Indiumzinkoxid,
Aluminium-dotiertes Zinkoxid, Poly({p-

phenylenterephthalamid), Nylon 66, sowie Mischungen und
Legierungen derselben. Gegebenenfalls kann die erste
Barriereschicht auf dem Trager 104 korrespondierend zu
einer Ausgestaltung der Verkapselungsschicht 24 ausgebildet
sein.

In der Verkapselungsschicht 24 sind Uber dem ersten

¥Fontaktabschnitt 16 eine erste Ausnehmung der
Verkapselungsschicht 24 und tber dem zweiten
Kontaktabschnitt 18 eine zweite Ausnehmung dexr
Verkapselungsschicht 24 ausgebildet. In der | ersten

Ausnehmung der Verkapselungsschicht 24 1ist ein erster
Kontaktbereich 32 freigelegt und in der zweiten Ausnehmung
der Verkapselungsschicht 24 ist ein zweiter Kontaktbereich
34 freigelegt. Der erste Kontaktbereich 32 dient zum
elektrischen Kontaktieren des ersten Kontaktabschnitts 16
und der zweite Kontaktbereich 34 dient zum elektrischen
Kontaktieren des zweilten Kontaktabschnitts 18.
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Uber der Verkapselungsschicht 24 ist eine Haftmittelschicht
36 ausgebildet. Die Haftmittelschicht 36 welst
beisgpielsweise ein Haftmittel, beispielsweise elinern
Klebstoff, beispielsweise einen Laminierklebstoff, einen
Lack und/oder ein Harz auf. Die Haftmittelschicht 36 kann
beispielsweise Partikel aufweisen, die elektromagnetische

Strahlung streuen, beispielsweige lichtstreuende Partikel.

Uber der Haftmittelschicht 36 ist ein Abdeckkdrper 38
ausgebildet. Die Haftmittelschicht 36 dient zum Befestigen
des Abdeckkdrpers 38 an der Verkapselungsschicht 24. Der
Abdeckkérper 38 welist Dbeispielsweise Kunststoff, Glas
und/oder Metall auf. Beispielsweise kann der Abdeckkorper
38 im Wesentlichen aus Glas gebildet sein und eine dunne
Metallschicht, beispielsweise eine Metallfolie, und/oder
eine Graphitschicht, beispielsweise ein Graphitlaminat, auf
dem Glaskdrper aufweisen. Der Abdeckkdrper 38 dient zum
Schiitzen des herkdmmlichen optoelektronischen Bauelements
700, beispielsweise vor mechanischen Krafteinwirkungen von
aulen. Ferner kann der Abdeckkdrper 38 zum Verteilen
und/oder AbflUhren von Hitze dienen, die in demn
herkémmlichen optoelektronischen Bauelement 700 erzeugt
wird. Beispielsweise kann das Glas des Abdeckkdrpers 38 als
Schutz vOor aufleren Einwirkungen dienen und die
Metallschicht des Abdeckkorpers 38 kann zum Verteilen
und/oder Abfithren der beim Betrieb des herkdmmlichen
optoelektronischen Bauelements 700 entstehenden Warme

dienen.

Ausflhrungsbeispiel 1, das im Zusammenhang mit Figur 1 bis
7 beschrieben ist, ist esin Verfahren zum Herstellen eines
optoelektronischen Bauelementes (200}, das Verfahren (300)
aufweisend: Ausbilden (302) wenigstens einer Leiterstruktur
(108) auf oder Uber einer Oberflache (114) eines Substrats
(102), wobei wenigstens ein Teil (116) der Oberfliche (114)
deg Substrategs (102) frei ist wvon Leiterstruktur (108) und
die wenigstens eine Leiterstruktur (108) eine freiliegende

Oberfliche {1129 aufweist, wobel wenigstens die
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freiliegende Operflache {112) dexr wenigstens einen
Leiterstruktur (108) wund die Oberflache des Substrates
(114) derart ausgebildet sind, dass auf der freiliegenden
Oberfliche (112) der wenigstens einen Leilterstruktur (108)
beziiglich eines vorgegebensn Materials ein Lewig-Addukt
(110} ausbildbar ist und die Oberflache (114) des
Subgstrates (102) im Wesentlichen freibleibend von dem
Lewis-Addukt (110) verbleibt; Aufbringen (304) des
vorgegebenen Materials auf oder Uber die Oberfliche der
wenigstens einen Leiterstruktur (108) und die Oberflache
{(114) des Substrates (102); und Erwarmen (306) wenigstens
der wenigstens einen Leiterstruktur (108) auf oder dUber
eine erste Schwellenwerttemperatur, wobei sich ab der
ersten Schwellenwerttemperatur dasg Lewils-Addukt (110}
bildet.

Ausflihrungsbeispiel 2, das im Zusammenhang mit Figur 1 bis
7 begchrieben ist, ist ein Verfahren zum Herstellen eines
optoelektronischen Bauelementes (200), das Verfahren (300)
aufweisend: Ausbilden (302) wenigstens einer Leiterstruktur
{(108) auf oder Uber einer Oberfliche (114) eines Substrats
(102), wobei wenigstens ein Teil (116) der Oberfléche (114)
des Substrates (102) frei ist von Leiterstruktur (108) und
die wenigstens eine Leilterstruktur (108) eine freiliegende
Oberflache {(112) aufwelist, wobei wenigstens die
freiliegende Oberfliche {(112) der wenigstens einen
Leiterstruktur (108) derart ausgebildet ist, dass auf der
freiliegenden Oberfléche (112) der wenigstens einen
Leiterstruktur (108) beziiglich eines vorgegebenen Materials
ein Lewis-Addukt (110) ausbildbar ist; Aufbringen (304) des
vorgegebenen Materials auf oder Uber die Oberfldche der
wenigstens einen Leiterstruktur (108) und die Oberfléche
{114) des Substrates (102); wund Erwdrmen (306} der
wenigstens einen Leiterstruktur (108) auf oder Uber eine
erste Schwellenwerttemperatur derart, dass die Oberfléache
der wenigstens einen Leiterstruktur eine Temperatur grdfier
oder gleich der ersten Schwellenwerttemperatur aufweist und

die Oberfléche deg Substrats eine Temperatur kleiner der
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ersten Schwellenwerttemperatur aufweist, wobeili sich ab der
ersten Schwellenwerttemperatur das Lewis-Addukt {110)
bildet.

Im Ausfihrungsbeispiel 3 weist das Ausfihrungsbeispiel 1
oder 2 optional auf, dass die Leiterstruktur (108) eine
Vielzahl von Nanodrdhten aufweist oder daraus gebildet ist
und wobei die Leiterstruktur (108) eine Lewis-Saure oder

eine Lewlis-Basgse aufweist.

Im Ausfihrungsbeispiel 4 weist das Ausfihrungsbeispiel 1
oder 2 optional auf, dass die Oberflache (112) der
wenigstens einen Leiterstruktur (108) funktionalisiert
wird, so dass das Lewilis-Addukt auf der Oberflache der
wenigstens einen Leiterstruktur (108) ausbildbar wird,
wobel beim Funktionalisieren ein Protonen-Donator oder ein
Elektronen-Donator auf der Oberfliche (112) der wenigstens
einen Leilterstruktur (108) gebildet wird.

Im Ausfihrungsbeispiel 5 weist das Ausflihrungsbeispiel 4
optional auf, dass die Oberfléche (112) der wenigstens
einen Leiterstruktur (108) mittels einer
selbstorganisierenden Monoschicht funktionalisiert wird,
wobei die selbstorganisierende Monoschicht Lewig-saure

Kopfgruppen oder Lewis-basische Kopfgruppen aufweist.

Im Ausfihrungsbeispiel 6 weist das Ausflihrungsbeispiel 1
bis 5 optional auf, dass das Substrat (102) eine elektrisch
leitende Schicht (106) auf einem Trdger (104} aufweist, und
die wenigstens eine Lelterstruktur (108) elektrisch leitend
und mit der elektrisch leitenden Schicht (106) elektrisch
leitend verbunden ausgebildet wird, und wobeli wenigstens in
einem Rereich auf oder iUber dem Substrat (102}, der
wenigstens einen Lelterstruktur (108) und dem Lewis-aAddukt
(110) eine organisch funktionelle Schichtenstruktur (202)
und auf oder Uber der organisch funktionellen
Schichtenstruktur (202) eine weitere elektrisch Ileitende
Schicht (204) ausgebildet wird.
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Im Ausfihrungsbeispiel 7 weist das Ausfllhrungsbeispiel 1
bis 6 optional auf, dass das vorgegebene Material
nasschemisch aufgebracht wird, insbegondere in einem
Lésungsmittel geldst wenigstens auf die Oberflachen
(112/114) der wenigstens einen Leiterstruktur (108) und des
Substrates (102) aufgebracht wird.

Im Ausfihrungsbeispiel 8 weist das Ausfihrungsbeispiel 1
big 7 optional auf, dass das vorgegebene Material eine
Oxetan-Gruppe aufweist, insbesondere ein Oxetan-

funktionalisiertes Polymer ist.

Im Ausfliihrungsbeispiel 9 weist das Ausflihrungsbeispiel 1
bis 8 optional auf, dass das Ausbilden des Lewis-Addukts
{110) oberhalk der ersten Schwellenwerttemperatur eine
Vernetzungsreaktion aufweist, insbesondere eine lebende

Polymerisation.

Im Ausflihrungsbeispiel 10 weist das Ausfihrungsbeispiel 1
bis 9 optional auf, dass die Temperatur mittels eines
elektrischen Stromes durch die Leiterstruktur (108) auf

mindestens die erste Schwellenwerttemperatur erhdht wird.

Im Ausfihrungsbeispiel 11 weist das Ausfihrungsbeispiel 1
bis 10 optional auf, dass wenigstens eine  erste
Leiterstruktur (524) und eine zweite Leiterstruktur (526)
auf dem Substrat {(102) ausgebildet sind, wobel die
Temperatur der ersten Leiterstruktur (524} und die
Temperatur der zweiten Leiterstruktur (526) im Wesentlichen
gleich erhdht werden, insbesondere auf einen ungefdhr
gleichen Wert von wenigstens der ersten

Schwellenwerttemperatur.

Im Ausfihrungsbeispiel 12 weist das Ausfihrungsbeispiel 1
bis 11 optional auf, dass wenigstens eine erste
Leiterstruktur (606) und eine zweite Leiterstruktur (608)
auf dem Substrat (102) ausgebildet sind, wobel die
Temperatur der ersten Leiterstruktur (606) auf eine
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Temperatur grofler als die erste Schwellenwerttemperatur
erhéht wird und die Temperatur der zweiten Leiterstruktur
(608) 1im Wesentlichen unverdndert und/oder unterhallb der

ersten Schwellenwerttemperatur verbleibt.

Im Ausfihrungsbeispiel 13 weist das Ausfihrungsbeispiel 1
bis 12 optional auf, dass das Verfahren ferner aufweist:
Entfernen des vorgegebenen Materials nach dem Ausbilden des
Lewis-Addukts (110) wvon der Oberfliche des Substrats (114)
und von dem Lewig-Addukt (110) auf der Oberflache (112) der
wenigstens einen Leiterstruktur (108).

Im Ausfihrungsbeispiel 14 weist das Ausfilthrungsbeispiel 1
bis 13 optional auf, dass das Lewis-Addukt (110} eine
dielektrische Schicht auf der Oberfliache (112) der
wenigstens einen Leiterstruktur (108) ausbildet,

insbesondere eine organische, dielektrische Schicht.

Im Ausfihrungsbeigpiel 15 weist das Ausfthrungsbeispiel 1
bis 14 optional auf, dass das Verfahren ferner aufweist:
Ausbilden eines weiteren Lewis-Addukts (604) auf dem Lewis-
Addukt (110) auf der Oberfliche (112) der wenigstens einen
Leiterstruktur {108).

Ausflihrungsbeispiel 16, das im Zusammenhang mit Figur 1 bis
7 beschrieben ist, ist ein optoelektronisches Bauelement,
aufweisend: eine elektrisch Ileitende Schicht (106} auf
einem Trager (102), wenigstens eine Leiterstruktur (108)
auf der elekbtrisch leitenden Schicht (108&), wobei
wenigstens ein Teill der Oberflache (114) der elektrisch
leitenden Schicht (106) frei ist von Leiterstruktur (108)
und die wenigstens eine Leiterstruktur (108) eine
freiliegende Oberfliche {118) aufwelst, undg eine
dielektrische Schicht (110, 604) auf der freiliegenden
Oberfliche (112) der wenigstens einen Leiterstruktur (108),
wobei die Oberflache (114, 116) der elektrisch leitenden
Schicht (108) im  Wesentlichen frei ist von  der
dielektrischen  Schicht (110, 604) , und  wobeil die
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dielektrische Schicht (110, 604} aus einem LewistAddukt
gebildet ist.

Die Exrfindung ist nicht auf die angegebenen
Ausfihrungsbeigpiele begschrinkt. Beigpielsweise kann
mittels des angegebenen Verfahrens eine beliebige
elektrisch leitende Struktur auf einem Substrat bezlglich
der Substratumgebung elektrisch isoliert werden. Dadurch
kénnen beispielsweise Isolierungen von Kontaktfldchen eines
beliebigen elektronischen Bauelementes ausgebildet werden.
Waeiterhin kann die Igolierung aus untergchiedlichen Lewis-
Addukten gebildet werden. Die elektrisch leitende Struktur
wird in Abhiéngigkeit wvon dem vorgegebenen Material, dass
mit der Oberfldche der elektrisch leitenden Struktur
chemisch zum Lewis-Addukt reagiert, Lewis-basisch oder
Lewis-gauer funktionaligiert, insbesondere nasschemisch.
Weiterhin koénnen Ausfihrungsbeispiele des organischen,
lichtemittierenden Bauelements in analoger Weige und soweit
anwendbar auf das Verfahren zum Herstellen und Betreiben
des organischen, lichtemittierenden Bauelements angewendet
werden und umgekehrt.
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BEZUGSZEICHENLISTE

Bereich eines optoelektronischen Bauelementes
Substrat

Tragexr

elektrisch leitende Schicht
Leiterstruktur

dielektrische Schicht

freiliegende Oberfliche

Cberflache des Substrats

Bereich der Cberflache des Substrats
120 Elektrodenstruktur

700 optoelektronisches Bauelement
organisch funktionelle Schichtenstruktur
elektrisch leitende Schicht
Verfahren

304, 306 Verfahrensschritte
Substrat

negative Ladung
Oxetan-funktionalisiertes Monomer
transferiertes Proton
Oxetan-funktionalisiertes Polymer
Gegenion

510, 520, 540, 550 Verfahrensschritte
Funktionalisierung

602 Lbsung

526 Leiterstruktur
0z Warme

610, 620, 630 Verfahrensschritte
Lewig-Addukt

608 Leiterstruktur
Elektrodenschicht

18 Kontaktabschnitt
Isolierungsbarriere
Verkapselungsschicht

34 Kontaktbereich
Haftmittelschicht

38 Abdeckkdrper
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PATENTANSPRUCHE

1. Verfahren zum Herstellen eines optoelektronischen

Bauelementes (200), das Verfahren (300) aufweisend:

L]

Ausbilden (302} wenigstens einer Leiterstruktur
(108) auf oder Uber einer Oberfldche (114) eines
Substrats (102),

e wobel wenigstens ein Teil (116) der Oberflache
{114) des Substrates (102) frei ist von
Leiterstruktur (108) und die wenigstens eine
Leiterstruktur (108) eine freiliegende Oberfliche
(112) aufweist,

o wobei wenigstens die freiliegende Oberfléche
{112) der wenigstens einen Leiterstruktur (108}
und die Oberflache des Substrates (114) derart
ausgebildet sind, dass auf der freiliegenden
Oberflache (112} der wenigstens einen
Leiterstruktur (108) bezliglich eines vorgegebenen
Materials ein Lewis-Addukt (110) ausbildbar ist
und die Oberfldche (114) des Substrates (102) im
Wesentlichen freibleibend von dem Lewis-Addukt
{(110) wverbleibt;

Aufbringen (304) des vorgegebkenen Materials auf

oder {ber die Oberflache der wenigstens einen

Leiterstruktur (108) und die Oberflache (114) des

Substrates (102); und

Erwarmen (306) wenigstens der wenigstens einen

Leiterstruktur (108) auf oder Uber eine erste

Schwellenwerttemperatur, wobel sich ab der ersten

Schwellenwerttemperatur das Lewis-Addukt (110)

bildet.

2. Verfahren zum Herstellen eines optoelektronischen

Bauelementes (200), das Verfahren (300) aufwelsend:

@

Ausbilden (302) wenigstens einer Leiterstruktur
(108) auf oder {ber einer Cherflidche (114) eines
Substrats (102},
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¢ wobel wenigstens ein Teil (116) der Oberflache
{114} des Substrates {(102) frei 1st von
Leiterstruktur (108) und die wenigstens eine
Leiterstruktur (108) eine freiliegende Oberfliche
{112) aufweist,

¢ wobei wenigstens die freiliegende Oberfléache
(112) der wenigstens einen Leiterstruktur (108)
derart ausgebildet ist, dases auf der
freiliegenden Oberfldche (112) der wenigstens
einen Leiterstruktur (108) bezlglich eines
vorgegebenen Materials ein Lewis-Addukt (110)
ausghildbar ist;

» Aufbringen (304) des vorgegebenen Materials auf
oder Uber die Oberfldche der wenigstens einen
Leiterstruktur (108) und die Oberfliache (114) des
Substrates [(102); und

» Erwarmen (306) der wenigstens einen Leiterstruktur
{108) auf oder Uber eine erste
Schwellenwerttemperatur derart, dass die Oberflache
der wenigstens einen Leiterstruktur eine Temperatur
grofer oder gleich der ersten
Schwellenwerttemperatur aufweist und die Oberfléche
des Substrats eine Temperatur kleiner der ersten
Schwellenwerttemperatur aufweist, wobei sich ab der

ersten Schwellenwerttemperatur das Lewis-aAddukt
(110) bildet.

Verfahren (300) gemdff Anspruch 1 oder 2,

wobel die Leiterstruktur (108) eine Vielzahl von
Nanodrdhten aufweist oder daraus gebildet ist und
wobel die Leiterstruktur (108) eine Lewis-S3aure oder

eine Lewls-Base aufweist.

Verfahren (300) gemdfs Anspruch 1 oder 2,

wobel die Oberfldache (112) der wenigstens einen
Leiterstruktur (108) funktionalisiert wird, so dass
das Lewis-Addukt auf der Oberflidche der wenigstens

ginen Leiterstruktur (108} ausbildbar wird, wobeil beim
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Funktionalisieren ein Protonen-Donator oder ein
Elektronen-Donator auf der Oberflache {112) der

wenigstens einen Leiterstruktur (108) gebildet wird.

Verfahren (300) gemdfl einem der Anspriuche 4,

wobel die Cberfldche (112} der wenigstens einen
Leiterstruktur (108) mittels einer
selbstorganisierenden Monoschicht funktionalisiert
wird, wobeil die selbstorganisierende Monoschicht
Lewis-saure Kopfgruppen oder Lewis-basische
Kopfgruppen aufweist.

Verfahren (300) gemdf einem der Ansprliche 1 bis 5,
wobeil das Substrat (102) eine elektrisch leitende
Schicht (106) auf einem Trager (104) aufweist, und die
wenigstens eine Lelterstruktur (108) elektrisch
leitend und mit der elektrisch leitenden Schicht (106)
elektrisch leitend verbunden ausgebildet wird, und
wobel wenigstens in einem Bereich auf oder {iber dem
Substrat (102}, der wenigstens einen Leiterstruktur
(108) und dem Lewis-Addukt (110) eine organisch
funktionelle Schichtenstruktur (202) und auf oder uber
der organisch funktionellen Schichtenstruktur (202)
eine weitere elektrisch leitende Schicht (204)
ausgebildet wird.

Verfahren (200) gemdf einem der Anspriiche 1 bis 6,
wobei das vorgegebene Material nasschemisch
aufgebracht wird, insbesondere in einem Lésungsmittel
geldst wenigstens auf die Oberfléchen (112/114) der
wenigstens einen Leiterstruktur (108} und des

Substrates (102) aufgebracht wird.

Verfahren (300) gemdf einem der Anspriiche 1 bis 7,
wobel das vorgegebene Material eine Oxetan-Gruppe
aufweist, insbesondere ein Oxetan-funktionalisiertes
Polymer ist.
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Verfahren (300) gemaff einem der Anspriche 1 bis 8,
wobei das Ausbilden des Lewis-Addukts (110) oberhalb
der ersten Schwellenwerttemperatur eine
Vernetzungsreaktion aufweist, insbesondere eine

lebende Polymerisation.

Verfahren (300) gemdfl einem der Anspriche 1 bis 9,
wobeil die Temperatur mittels eines elektrischen
Stromes durch die Leiterstruktur (108} auf mindestens

die erste Schwellenwerttemperatur erhdht wird.

Verfahren (300) gemaf einem der Anspriche 1 bis 10,
wobel wenigstens eine erste Leiterstruktur (524) und
eine zwelte Leiterstruktur (526) auf dem Substrat
(102} ausgebildet sind, wobei die Temperatur der
ersten Leiterstruktur (524) und die Temperatur dexr
zwelten Leiterstruktur (526) im Wesgentlichen gleich
erhéht werden, insbesondere auf einen ungefdhr
gleichen Wert von wenigstens der ersten

Schwellenwerttemperatur.

Verfahren (300) gemaft einem der Anspriiche 1 bis 10,
wobel wenigstens eine erste Leiterstruktur (606) und
eine zweite Leiterstruktur (608) auf dem Substrat
(102) ausgebildet sind, wobei die Temperatur dexr
ersten Leiterstruktur (606) auf eine Temperatur grdBer
als die erste Schwellenwerttemperatur erhdht wird und
die Temperatur der zweiten Leiterstruktur (608) im
Wesentlichen unverindert und/oder unterhalb der ersten
Schwellenwerttemperatur verbleibt.

Verfahren (300) gemdf einem der Anspriiche 1 bis 12,
ferner aufweisend:

Entfernen des vorgegebenen Materials nach dem
Ausbilden des Lewis-Addukts (110} von der Oberflache
des Substrats (114) und von dem Lewis-Addukt (110} auf
der Oberfliache (112) der wenigstens einen
Leiterstruktur (108).
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Verfahren (300) gemaff einem der Anspriuche 1 bis 13,
wobel das Lewis-Addukt (110) eine dielektrische
Schicht auf der Oberfliche (112) der wenigstens einen
Leiterstruktur (108) ausbildet, insbesondere eine
organische, dielektrische Schicht.

Verfahren (300) gemdfs einem der Anspriuche 1 bis 14,
ferner aufweisend:

Ausbilden eines weiteren Lewis-Addukts (604) auf dem
Lewis-Addukt (110) auf der Oberflache (112) der

wenigstens einen Leiterstruktur (108).

Optoelektronisches Bauelement, aufweisend:

eine elektrisch leitende Schicht (106} auf einem
Trager {(102),

wenigstens eine Leiterstruktur (108) auf der
elektrisch leitenden Schicht (106), wobel wenigstens
ein Teil der Oberfldche (114) der elektrisch leitenden
Schicht (106) frei ist von Leiterstruktur (108) und
die wenigstens eine Leiterstruktur (108) eine
freiliegende Oberfldche (118) aufweist, und

eine dielektrische Schicht (110, 604) auf der
freiliegenden Oberflache (112} der wenigstens einen
Leiterstruktur (108), wobel die Oberfliche (114, 116)
der elektrisch leitenden Schicht (106) im Wesentlichen
frei ist wvon der dielektrischen Schicht (110, 604),
und wobei die dielektrische Schicht (110, 604) aus
einem Lewis-Addukt gebildet ist.
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